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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体よりなる本体と、
　前記本体に一体化された第１の入出力ポートおよび第２の入出力ポートと、
　前記本体内に設けられていると共に、回路構成上前記第１の入出力ポートと前記第２の
入出力ポートの間に設けられ、回路構成上隣接する２つの共振器が電磁結合するように構
成された３つ以上の共振器と、
　導体よりなり、前記本体に一体化されたシールドと、
　導体よりなり、前記本体内に設けられて、前記シールドに電気的に接続された仕切り部
とを備えたバンドパスフィルタであって、
　前記シールドは、第１の方向について間隔を開けて配置された第１の部分および第２の
部分と、前記第１の部分と前記第２の部分を接続する接続部とを含み、
　前記第１の部分、前記第２の部分および前記接続部は、前記３つ以上の共振器を囲むよ
うに配置され、
　前記３つ以上の共振器は、回路構成上隣接していないが磁気結合する第１の共振器と第
２の共振器を含み、
　前記第１の共振器は、導体よりなる第１の共振器導体部を有し、
　前記第２の共振器は、導体よりなる第２の共振器導体部を有し、
　前記第１の共振器導体部と前記第２の共振器導体部の各々は、前記第１の方向と交差す
る方向に延び、
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　前記仕切り部は、その少なくとも一部が前記第１の共振器導体部のうち前記磁気結合を
実現する部分と前記第２の共振器導体部のうち前記磁気結合を実現する部分の間を通過す
るように延びて、前記第１の部分と前記第２の部分とに接していることを特徴とするバン
ドパスフィルタ。
【請求項２】
　前記回路構成上隣接する２つの共振器の間の電磁結合は、容量結合であることを特徴と
する請求項１記載のバンドパスフィルタ。
【請求項３】
　前記３つ以上の共振器の各々は、両端開放型共振器であることを特徴とする請求項１ま
たは２記載のバンドパスフィルタ。
【請求項４】
　前記仕切り部は、前記第１の方向に延びて、前記第１の部分と前記第２の部分を最短経
路で接続することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のバンドパスフィルタ
。
【請求項５】
　前記第１の共振器は、回路構成上前記第１の入出力ポートに最も近い共振器であり、
　前記第２の共振器は、回路構成上前記第２の入出力ポートに最も近い共振器であること
を特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のバンドパスフィルタ。
【請求項６】
　前記３つ以上の共振器は、５つの共振器であることを特徴とする請求項５記載のバンド
パスフィルタ。
【請求項７】
　前記第１の共振器は、回路構成上前記第１の入出力ポートに対して２番目に近い共振器
であり、
　前記第２の共振器は、回路構成上前記第２の入出力ポートに対して２番目に近い共振器
であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のバンドパスフィルタ。
【請求項８】
　前記３つ以上の共振器は、６つの共振器であることを特徴とする請求項７記載のバンド
パスフィルタ。
【請求項９】
　更に、通過帯域よりも高い所定の周波数の信号を減衰させるためのノッチフィルタ部を
備えたことを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載のバンドパスフィルタ。
【請求項１０】
　前記本体は、前記第１の方向に積層された複数の誘電体層からなる積層体を含むことを
特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載のバンドパスフィルタ。
【請求項１１】
　前記積層体は、前記複数の誘電体層のうちの、積層された２つ以上の誘電体層からなる
主要部を含み、
　前記主要部は、２つ以上の誘電体層の前記第１の方向における両端に位置する第１の端
面と第２の端面を有し、
　前記第１の部分は、前記第１の端面に配置された第１の導体層によって構成され、
　前記第２の部分は、前記第２の端面に配置された第２の導体層によって構成され、
　前記仕切り部は、前記２つ以上の誘電体層を貫通していることを特徴とする請求項１０
記載のバンドパスフィルタ。
【請求項１２】
　前記仕切り部は、それぞれ前記２つ以上の誘電体層を貫通する複数の第１のスルーホー
ル列を含み、
　前記複数の第１のスルーホール列の各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホール
を含むことを特徴とする請求項１１記載のバンドパスフィルタ。
【請求項１３】
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　前記シールドの前記接続部は、それぞれ前記２つ以上の誘電体層を貫通する複数の第２
のスルーホール列を含み、
　前記複数の第２のスルーホール列の各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホール
を含むことを特徴とする請求項１１または１２記載のバンドパスフィルタ。
【請求項１４】
　前記第１の共振器導体部と前記第２の共振器導体部は、前記第１の方向に関して、前記
積層体内の同じ位置に配置されていることを特徴とする請求項１０ないし１３のいずれか
に記載のバンドパスフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の共振器とシールドを含むバンドパスフィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、第５世代移動通信システム（以下、５Ｇと言う。）の規格化が進められている。
５Ｇでは、周波数帯域を拡大するために、１０ＧＨｚ以上の周波数帯域、特に、１０～３
０ＧＨｚの準ミリ波帯や３０～３００ＧＨｚのミリ波帯の利用が検討されている。
【０００３】
　通信装置に用いられる電子部品の一つには、複数の共振器を備えたバンドパスフィルタ
がある。複数の共振器の各々は、例えば、一方向に長い導体部を有している。また、バン
ドパスフィルタには、周囲へ電磁波が放射されることを防止するために、複数の共振器を
シールドで囲った構造のものがある。
【０００４】
　特許文献１には、準ミリ波帯やミリ波帯での使用が可能なチップ型多段フィルタ装置が
記載されている。このチップ型多段フィルタ装置は、複数の誘電体層を積層してなる多層
基板と、第１および第２の表面グラウンド電極と、第１および第２の内部グラウンド電極
と、第１および第２のλ／２共振器電極とを備えている。多層基板は、対向する第１およ
び第２の主面と、第１および第２の主面を連結する第１ないし第４の側面を有している。
第１の側面と第２の側面は対向している。第１の表面グラウンド電極は、第１の側面に設
けられている。第２の表面グラウンド電極は、第２の側面に設けられている。第１の内部
グラウンド電極は、多層基板内において、第１の主面に相対的に近い誘電体層に設けられ
ている。第２の内部グラウンド電極は、多層基板内において、第２の主面に相対的に近い
誘電体層に設けられている。第１および第２のλ／２共振器電極は、第１および第２の表
面グラウンド電極と第１および第２の内部グラウンド電極によって囲まれた領域に配置さ
れている。
【０００５】
　特許文献１に記載されたチップ型多段フィルタ装置は、更に、ビアホール導体と、容量
ユニットを備えている。ビアホール導体は、第１および第２の内部グラウンド電極を電気
的に接続するように複数の誘電体層のうちの少なくとも一部の誘電体層を貫通するように
設けられている。第１および第２のλ／２共振器電極は、ビアホール導体を介して対向配
置されている。容量ユニットは、第１および第２のλ／２共振器電極間に結合容量を付加
するために多層基板内に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３１１１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　複数の共振器をシールドで囲った構造のバンドパスフィルタでは、シールドとその内側



(4) JP 6965732 B2 2021.11.10

10

20

30

40

50

の誘電体によって導波管に似た構造が形成されることによって、１つ以上の電磁波の伝搬
モードが生じる。以下、この電磁波の伝搬モードを導波管モードと言う。バンドパスフィ
ルタでは、この導波管モードによって、通過帯域よりも高い周波数領域に存在する共振周
波数を有する不要な共振が生じて、通過帯域よりも高い周波数領域における減衰特性が悪
化するという問題が生じていた。特に、通過帯域が準ミリ波帯やミリ波帯に存在するよう
に設計されたバンドパスフィルタでは、共振周波数が最も低い導波管モード（以下、最低
次導波管モードと言う。）の共振周波数であっても、通過帯域に比較的近くなるため、上
記の問題が顕著になっていた。
【０００８】
　最低次導波管モードの共振周波数は、シールドで囲まれた空間の形状によって変化する
。一般的に、この空間が大きいほど、最低次導波管モードの共振周波数は低くなる。
【０００９】
　特許文献１には、ビアホール導体によって、外形形状に起因する共振を抑制することが
できる旨が記載されている。外形形状に起因する共振は、上述の導波管モードに起因する
共振に対応する。
【００１０】
　しかし、特許文献１に記載されたフィルタ装置では、以下のような問題点がある。この
フィルタ装置では、回路構成上隣接して容量結合する２つのλ／２共振器電極の間にビア
ホール導体が配置されている。一般的に、回路構成上隣接する２つの共振器が結合するよ
うに構成されたバンドパスフィルタでは、回路構成上隣接する２つの共振器の間には強い
結合が必要である。特許文献１に記載されたフィルタ装置では、回路構成上隣接する２つ
のλ／２共振器電極の間に強い容量結合を生じさせることと、その２つのλ／２共振器電
極の間にビアホール導体を配置することとを、バンドパスフィルタの特性を劣化させるこ
となく両立させることが難しいという問題点がある。
【００１１】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、複数の共振器とシールド
を含み、良好な特性を有するバンドパスフィルタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のバンドパスフィルタは、誘電体よりなる本体と、本体に一体化された第１の入
出力ポートおよび第２の入出力ポートと、３つ以上の共振器と、シールドと、仕切り部と
を備えている。３つ以上の共振器は、本体内に設けられていると共に、回路構成上第１の
入出力ポートと第２の入出力ポートの間に設けられ、回路構成上隣接する２つの共振器が
電磁結合するように構成されている。シールドは、導体よりなり、本体に一体化されてい
る。仕切り部は、導体よりなり、本体内に設けられて、シールドに電気的に接続されてい
る。
【００１３】
　シールドは、第１の方向について間隔を開けて配置された第１の部分および第２の部分
と、第１の部分と第２の部分を接続する接続部とを含んでいる。第１の部分、第２の部分
および接続部は、３つ以上の共振器を囲むように配置されている。
【００１４】
　３つ以上の共振器は、回路構成上隣接していないが磁気結合する第１の共振器と第２の
共振器を含んでいる。第１の共振器は、導体よりなる第１の共振器導体部を有している。
第２の共振器は、導体よりなる第２の共振器導体部を有している。第１の共振器導体部と
第２の共振器導体部の各々は、第１の方向と交差する方向に延びている。
【００１５】
　仕切り部は、その少なくとも一部が第１の共振器導体部と第２の共振器導体部の間を通
過するように延びて、第１の部分と第２の部分とに接している。
【００１６】
　本発明のバンドパスフィルタにおいて、回路構成上隣接する２つの共振器の間の電磁結
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合は、容量結合であってもよい。
【００１７】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、３つ以上の共振器の各々は、両端開放型
共振器であってもよい。
【００１８】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、仕切り部は、第１の方向に延びて、第１
の部分と第２の部分を最短経路で接続していてもよい。
【００１９】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、第１の共振器は、回路構成上第１の入出
力ポートに最も近い共振器であってもよく、第２の共振器は、回路構成上第２の入出力ポ
ートに最も近い共振器であってもよい。この場合、３つ以上の共振器は、５つの共振器で
あってもよい。
【００２０】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、第１の共振器は、回路構成上第１の入出
力ポートに対して２番目に近い共振器であってもよく、第２の共振器は、回路構成上第２
の入出力ポートに対して２番目に近い共振器であってもよい。この場合、３つ以上の共振
器は、６つの共振器であってもよい。
【００２１】
　また、本発明のバンドパスフィルタは、更に、通過帯域よりも高い所定の周波数の信号
を減衰させるためのノッチフィルタ部を備えていてもよい。
【００２２】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、本体は、第１の方向に積層された複数の
誘電体層からなる積層体を含んでいてもよい。この場合、積層体は、複数の誘電体層のう
ちの、積層された２つ以上の誘電体層からなる主要部を含んでいてもよい。主要部は、２
つ以上の誘電体層の第１の方向における両端に位置する第１の端面と第２の端面を有して
いる。第１の部分は、第１の端面に配置された第１の導体層によって構成されていてもよ
い。第２の部分は、第２の端面に配置された第２の導体層によって構成されていてもよい
。また、仕切り部は、上記２つ以上の誘電体層を貫通していてもよい。仕切り部は、それ
ぞれ上記２つ以上の誘電体層を貫通する複数の第１のスルーホール列を含んでいてもよい
。複数の第１のスルーホール列の各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを含
んでいてもよい。また、シールドの接続部は、それぞれ上記２つ以上の誘電体層を貫通す
る複数の第２のスルーホール列を含んでいてもよい。複数の第２のスルーホール列の各々
は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを含んでいる。
【００２３】
　また、本発明のバンドパスフィルタにおいて、本体が上記積層体を含んでいる場合には
、第１の共振器導体部と第２の共振器導体部は、第１の方向に関して、積層体内の同じ位
置に配置されていてもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明のバンドパスフィルタでは、仕切り部によって、シールドで囲まれた空間が、第
１の共振器導体部が存在する空間と、第２の共振器導体部が存在する空間とに仕切られる
。これにより、本発明によれば、仕切り部が無い場合に比べて、最低次導波管モードの共
振周波数を高くすることができる。また、本発明によれば、回路構成上隣接していない第
１の共振器と第２の共振器が磁気結合することにより、挿入損失の周波数特性において、
通過帯域よりも低く通過帯域に近い周波数領域である第１の通過帯域近傍領域と、通過帯
域よりも高く通過帯域に近い周波数領域である第２の通過帯域近傍領域の少なくとも一方
に、減衰極を生じさせることができる。これらのことから、本発明によれば、複数の共振
器とシールドを含み、良好な特性を有するバンドパスフィルタを実現することができると
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図で
ある。
【図３】図１に示した積層体における１層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図４】図１に示した積層体における２層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図５】図１に示した積層体における３層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図６】図１に示した積層体における４層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図７】図１に示した積層体における５層目ないし７層目の誘電体層のパターン形成面を
示す説明図である。
【図８】図１に示した積層体における８層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図９】図１に示した積層体における９層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明図で
ある。
【図１０】図１に示した積層体における１０層目ないし１７層目の誘電体層のパターン形
成面を示す説明図である。
【図１１】図１に示した積層体における１８層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明
図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係るバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性
の一例を示す特性図である。
【図１３】第１の比較例のバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性の一例を示す特性
図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図であ
る。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図
である。
【図１６】図１４に示した積層体における１層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明
図である。
【図１７】図１４に示した積層体における２層目および３層目の誘電体層のパターン形成
面を示す説明図である。
【図１８】図１４に示した積層体における４層目の誘電体層のパターン形成面を示す説明
図である。
【図１９】図１４に示した積層体における５層目ないし９層目の誘電体層のパターン形成
面を示す説明図である。
【図２０】図１４に示した積層体における１０層目の誘電体層のパターン形成面を示す説
明図である。
【図２１】図１４に示した積層体における１１層目の誘電体層のパターン形成面を示す説
明図である。
【図２２】図１４に示した積層体における１２層目の誘電体層のパターン形成面を示す説
明図である。
【図２３】図１４に示した積層体における１３層目ないし２１層目の誘電体層のパターン
形成面を示す説明図である。
【図２４】図１４に示した積層体における２２層目の誘電体層のパターン形成面を示す説
明図である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態に係るバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性
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の一例を示す特性図である。
【図２６】第２の比較例のバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性の一例を示す特性
図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図であ
る。
【図２８】本発明の第３の実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図
である。
【図２９】本発明の第４の実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図であ
る。
【図３０】本発明の第４の実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
［第１の実施の形態］
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。始めに、図１およ
び図２を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るバンドパスフィルタの構成について
説明する。図１は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図である。
図２は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図である。
【００２７】
　図１に示したように、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１は、誘電体よりなる本
体２と、本体２に一体化された第１の入出力ポート３および第２の入出力ポート４と、本
体２内に設けられた３つ以上の共振器と、シールド６と、第１の仕切り部７と、第２の仕
切り部８とを備えている。シールド６は、導体よりなり、本体２に一体化されている。ま
た、シールド６は、グランドに接続されている。シールド６は、バンドパスフィルタ１の
周囲へ電磁波が放射されることを防止する機能を有する。第１の仕切り部７と第２の仕切
り部８の各々は、導体よりなり、本体２内に設けられて、シールド６に電気的に接続され
ている。第１の仕切り部７は、本発明における仕切り部に対応する。
【００２８】
　本体２は、積層された複数の誘電体層からなる積層体２０を含んでいる。ここで、図１
に示したように、Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向を定義する。Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向
は、互いに直交する。本実施の形態では、複数の誘電体層の積層方向（図１では上側に向
かう方向）を、Ｚ方向とする。Ｚ方向は、本発明における第１の方向に対応する。
【００２９】
　本体２は、直方体形状を有している。本体２は、Ｚ方向における本体２の両端に位置す
る第１の端面２Ａおよび第２の端面２Ｂと、第１の端面２Ａと第２の端面２Ｂを接続する
４つの側面２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆを有している。第１の端面２Ａは、本体２の下面でも
ある。第２の端面２Ｂは、本体２の上面でもある。側面２Ｃ，２Ｄは、Ｙ方向における本
体２の両端に位置している。側面２Ｅ，２Ｆは、Ｘ方向における本体２の両端に位置して
いる。
【００３０】
　３つ以上の共振器は、回路構成上、第１の入出力ポート３と第２の入出力ポート４の間
に設けられている。また、３つ以上の共振器は、回路構成上隣接する２つの共振器が電磁
結合するように構成されている。なお、本出願において、「回路構成上」という表現は、
物理的な構成における配置ではなく、回路図上での配置を指すために用いている。以下、
３つ以上の共振器について、回路構成上、第１の入出力ポート３に近い順にｎ番目の共振
器を、ｎ段目の共振器とも言う。
【００３１】
　図２に示したように、本実施の形態では特に、３つ以上の共振器は、５つの共振器５１
，５２，５３，５４，５５である。５つの共振器５１，５２，５３，５４，５５は、回路
構成上、第１の入出力ポート３側からこの順に配置されている。共振器５１～５５は、共



(8) JP 6965732 B2 2021.11.10

10

20

30

40

50

振器５１，５２が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器５２，５３が回路構成上隣接し
て電磁結合し、共振器５３，５４が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器５４，５５が
回路構成上隣接して電磁結合するように構成されている。また、本実施の形態では特に、
回路構成上隣接する２つの共振器の間の電磁結合は、容量結合である。また、本実施の形
態では特に、共振器５１～５５の各々は、両端開放型共振器であり且つ１／２波長共振器
である。
【００３２】
　バンドパスフィルタ１は、共振器５１，５２間の容量結合を実現するキャパシタＣ１２
と、共振器５２，５３間の容量結合を実現するキャパシタＣ２３と、共振器５３，５４間
の容量結合を実現するキャパシタＣ３４と、共振器５４，５５間の容量結合を実現するキ
ャパシタＣ４５とを備えている。
【００３３】
　ここで、回路構成上隣接する２つの共振器が結合するように構成された３つ以上の共振
器を備えたバンドパスフィルタにおける、回路構成上隣接しない２つの共振器の間の電磁
結合を飛び越し結合と言う。本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１は、以下で説明す
るように、２つの飛び越し結合を有している。
【００３４】
　本実施の形態では、５つの共振器５１～５５のうち回路構成上第１の入出力ポート３に
最も近い共振器５１と、５つの共振器５１～５５のうち回路構成上第２の入出力ポート４
に最も近い共振器５５は、回路構成上隣接していないが磁気結合している。共振器５１は
、本発明における第１の共振器に対応する。共振器５５は、本発明における第２の共振器
に対応する。
【００３５】
　また、本実施の形態では、５つの共振器５１～５５のうち回路構成上第１の入出力ポー
ト３に対して２番目に近い共振器５２と、５つの共振器５１～５５のうち回路構成上第２
の入出力ポート４に対して２番目に近い共振器５４は、回路構成上隣接していないが容量
結合している。図２において、符号Ｃ２４を付したキャパシタの記号は、共振器５２，５
４間の容量結合を表している。
【００３６】
　バンドパスフィルタ１は、更に、第１の入出力ポート３と共振器５１との間に設けられ
たキャパシタＣ１と、第２の入出力ポート４と共振器５５との間に設けられたキャパシタ
Ｃ２とを備えている。
【００３７】
　バンドパスフィルタ１は、更に、通過帯域よりも高い所定の周波数（以下、ノッチ周波
数と言う。）の信号を減衰させるためのノッチフィルタ部を備えている。このノッチフィ
ルタ部は、導体よりなる２つの線路９１，９２を備えている。線路９１，９２の各々は、
互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。線路９１の第１端は第１の入出力
ポート３に接続され、線路９１の第２端は開放されている。線路９２の第１端は第２の入
出力ポート４に接続され、線路９２の第２端は開放されている。線路９１，９２の各々は
、ノッチ周波数に対応する波長の１／４またはそれに近い長さを有している。線路９１，
９２の各々は、ノッチ周波数で共振する１／４波長共振器である。ノッチ周波数は、例え
ば、バンドパスフィルタ１の通過帯域の中心周波数の２倍の周波数である。
【００３８】
　シールド６は、第１の方向すなわちＺ方向について間隔を開けて配置された第１の部分
６１および第２の部分６２と、第１の部分６１と第２の部分６２を接続する接続部６３と
を含んでいる。第１の部分６１、第２の部分６２および接続部６３は、５つの共振器５１
～５５を囲むように配置されている。
【００３９】
　積層体２０は、主要部２１と被覆部２２とを含んでいる。主要部２１は、積層体２０を
構成する複数の誘電体層のうちの、積層された２つ以上の誘電体層によって構成されてい
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る。被覆部２２は、積層体２０を構成する複数の誘電体層のうちの、主要部２１を構成す
る２つ以上の誘電体層以外の１つ以上の誘電体層によって構成されている。主要部２１は
、２つ以上の誘電体層の積層方向における両端に位置する第１の端面２１ａと第２の端面
２１ｂを有している。被覆部２２は、第２の端面２１ｂを覆っている。主要部２１の第１
の端面２１ａは、本体２の第１の端面２Ａと一致している。主要部２１の第２の端面２１
ｂは、本体２の内部に位置している。
【００４０】
　第１の部分６１は、第１の端面２１ａに配置された第１の導体層３１３によって構成さ
れている。第２の部分６２は、第２の端面２１ｂに配置された第２の導体層４８１によっ
て構成されている。第２の部分６２は、主要部２１と被覆部２２の間に介在している。
【００４１】
　共振器５１は、導体よりなる共振器導体部５１０を有している。共振器５２は、導体よ
りなる共振器導体部５２０を有している。共振器５３は、導体よりなる共振器導体部５３
０を有している。共振器５４は、導体よりなる共振器導体部５４０を有している。共振器
５５は、導体よりなる共振器導体部５５０を有している。共振器導体部５１０は、本発明
における第１の共振器導体部に対応する。共振器導体部５５０は、本発明における第２の
共振器導体部に対応する。
【００４２】
　共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０の各々は、第１の方向すなわち
Ｚ方向と交差する方向に延びている。本実施の形態では特に、共振器導体部５１０，５２
０，５３０，５４０，５５０の各々は、第１の方向すなわちＺ方向に直交する方向に延び
ている。
【００４３】
　共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０の各々は、互いに反対側に位置
する第１端と第２端を有している。前述のように、共振器５１～５５の各々は、両端開放
型共振器である。そのため、共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０の各
々の第１端と第２端は、いずれも開放されている。共振器導体部５１０，５２０，５３０
，５４０，５５０の各々は、バンドパスフィルタ１の通過帯域の中心周波数に対応する波
長の１／２またはそれに近い長さを有している。
【００４４】
　第１の仕切り部７は、その少なくとも一部が共振器導体部５１０と共振器導体部５５０
の間を通過するように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。本実施
の形態では特に、第１の仕切り部７は、第１の方向すなわちＺ方向に延びている。また、
第１の仕切り部７は、第１の部分６１と第２の部分６２を最短経路で接続している。すな
わち、第１の仕切り部７のＺ方向の長さは、第１の部分６１と第２の部分６２の間の距離
と等しい。
【００４５】
　また、第１の仕切り部７は、主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通している
。本実施の形態では、第１の仕切り部７は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘
電体層を貫通する複数のスルーホール列７Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列７Ｔは
、本発明における第１のスルーホール列に対応する。図１では、個々のスルーホール列７
Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列７Ｔの各々は、直列に接続された２つ以上
のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列７Ｔの各々は、Ｚ方向に延びている
。また、複数のスルーホール列７Ｔは、Ｙ方向に並ぶように配列されている。本実施の形
態では、スルーホール列７Ｔの数は５である。
【００４６】
　第２の仕切り部８は、共振器導体部５２０，５３０，５４０で囲まれた領域を通過する
ように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。本実施の形態では特に
、第２の仕切り部８は、第１の方向すなわちＺ方向に延びている。また、第２の仕切り部
８は、第１の部分６１と第２の部分６２を最短経路で接続している。すなわち、第２の仕
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切り部８のＺ方向の長さは、第１の部分６１と第２の部分６２の間の距離と等しい。
【００４７】
　また、第２の仕切り部８は、主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通している
。本実施の形態では、第２の仕切り部８は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘
電体層を貫通する複数のスルーホール列８Ｔを含んでいる。図１では、個々のスルーホー
ル列８Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列８Ｔの各々は、直列に接続された２
つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列８Ｔの各々は、Ｚ方向に延び
ている。また、複数のスルーホール列８Ｔは、Ｘ方向に並ぶように配列されている。本実
施の形態では、スルーホール列８Ｔの数は５である。
【００４８】
　シールド６の接続部６３は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通
する複数のスルーホール列６３Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列６３Ｔは、本発明
における第２のスルーホール列に対応する。図１では、個々のスルーホール列６３Ｔを円
柱で表している。図１において、５つのスルーホール列７Ｔと５つのスルーホール列８Ｔ
以外の複数の円柱で表わされた複数のスルーホール列は、全てスルーホール列６３Ｔであ
る。複数のスルーホール列６３Ｔの各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを
含んでいる。複数のスルーホール列６３Ｔの各々は、Ｚ方向に延びている。
【００４９】
　次に、図３ないし図１１を参照して、積層体２０を構成する複数の誘電体層と、この複
数の誘電体層に形成された複数の導体層および複数のスルーホールの構成の一例について
説明する。この例では、積層体２０は、積層された１８層の誘電体層を有している。以下
、この１８層の誘電体層を、下から順に１層目ないし１８層目の誘電体層と呼ぶ。また、
１層目ないし１８層目の誘電体層を符号３１～４８で表す。主要部２１は、１層目ないし
１７層目の誘電体層３１～４７によって構成されている。被覆部２２は、１８層目の誘電
体層４８によって構成されている。図３ないし図１０において、複数の円は複数のスルー
ホールを表している。
【００５０】
　図３は、１層目の誘電体層３１のパターン形成面を示している。誘電体層３１のパター
ン形成面には、第１の入出力ポート３を構成する導体層３１１と、第２の入出力ポート４
を構成する導体層３１２と、シールド６の第１の部分６１を構成する第１の導体層３１３
とが形成されている。
【００５１】
　また、誘電体層３１には、導体層３１１に接続されたスルーホール３１Ｔ１と、導体層
３１２に接続されたスルーホール３１Ｔ２とが形成されている。誘電体層３１には、更に
、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホール７Ｔ１と、５つのスル
ーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホール８Ｔ１と、複数のスルーホール列６
３Ｔの一部を構成する複数のスルーホール６３Ｔ１が形成されている。図３において、ス
ルーホール３１Ｔ１，３１Ｔ２，７Ｔ１，８Ｔ１以外の複数の円で表わされた複数のスル
ーホールは、全てスルーホール６３Ｔ１である。スルーホール７Ｔ１，８Ｔ１，６３Ｔ１
は、第１の導体層３１３に接続されている。
【００５２】
　図４は、２層目の誘電体層３２のパターン形成面を示している。誘電体層３２のパター
ン形成面には、導体層３２１，３２２が形成されている。導体層３２１，３２２には、そ
れぞれ図３に示したスルーホール３１Ｔ１，３１Ｔ２が接続されている。
【００５３】
　また、誘電体層３２には、導体層３２１に接続されたスルーホール３２Ｔ１と、導体層
３２２に接続されたスルーホール３２Ｔ２とが形成されている。
【００５４】
　誘電体層３２には、更に、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール７Ｔ２が形成されている。５つのスルーホール７Ｔ２には、図３に示した５つのスル
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ーホール７Ｔ１が接続されている。
【００５５】
　誘電体層３２には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール８Ｔ２が形成されている。５つのスルーホール８Ｔ２には、図３に示した５つのスル
ーホール８Ｔ１が接続されている。
【００５６】
　誘電体層３２には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する複数のスルー
ホール６３Ｔ２が形成されている。図４において、スルーホール３２Ｔ１，３２Ｔ２，７
Ｔ２，８Ｔ２以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３
Ｔ２である。複数のスルーホール６３Ｔ２には、図３に示した複数のスルーホール６３Ｔ
１が接続されている。
【００５７】
　図５は、３層目の誘電体層３３のパターン形成面を示している。誘電体層３３には、ス
ルーホール３３Ｔ１，３３Ｔ２が形成されている。スルーホール３３Ｔ１，３３Ｔ２には
、それぞれ、図４に示したスルーホール３２Ｔ１，３２Ｔ２が接続されている。
【００５８】
　誘電体層３３には、更に、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール７Ｔ３が形成されている。５つのスルーホール７Ｔ３には、図４に示した５つのスル
ーホール７Ｔ２が接続されている。
【００５９】
　誘電体層３３には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール８Ｔ３が形成されている。５つのスルーホール８Ｔ３には、図４に示した５つのスル
ーホール８Ｔ２が接続されている。
【００６０】
　誘電体層３３には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する複数のスルー
ホール６３Ｔ３が形成されている。図５において、スルーホール３３Ｔ１，３３Ｔ２，７
Ｔ３，８Ｔ３以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３
Ｔ３である。複数のスルーホール６３Ｔ３には、図４に示した複数のスルーホール６３Ｔ
２が接続されている。
【００６１】
　図６は、４層目の誘電体層３４のパターン形成面を示している。誘電体層３４のパター
ン形成面には、線路９１を構成する導体層３４１と、線路９２を構成する導体層３４２が
形成されている。導体層３４１，３４２の各々は、互いに反対側に位置する第１端と第２
端を有している。導体層３４１における第１端の近傍部分には、図５に示したスルーホー
ル３３Ｔ１が接続されている。導体層３４２における第１端の近傍部分には、図５に示し
たスルーホール３３Ｔ２が接続されている。導体層３４１における第２端の近傍の一部と
、導体層３４２における第２端の近傍の一部は、誘電体層３１，３２，３３を介して、図
３に示した導体層３１３に対向している。
【００６２】
　また、誘電体層３４には、導体層３４１における第１端の近傍部分に接続されたスルー
ホール３４Ｔ１と、導体層３４２における第１端の近傍部分に接続されたスルーホール３
４Ｔ２とが形成されている。
【００６３】
　誘電体層３４には、更に、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール７Ｔ４が形成されている。５つのスルーホール７Ｔ４には、図５に示した５つのスル
ーホール７Ｔ３が接続されている。
【００６４】
　誘電体層３４には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール８Ｔ４が形成されている。５つのスルーホール８Ｔ４には、図５に示した５つのスル
ーホール８Ｔ３が接続されている。
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【００６５】
　誘電体層３４には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する複数のスルー
ホール６３Ｔ４が形成されている。図６において、スルーホール３４Ｔ１，３４Ｔ２，７
Ｔ４，８Ｔ４以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３
Ｔ４である。複数のスルーホール６３Ｔ４には、図５に示した複数のスルーホール６３Ｔ
３が接続されている。
【００６６】
　図７は、５層目ないし７層目の誘電体層３５～３７のパターン形成面を示している。誘
電体層３５～３７の各々には、スルーホール３５Ｔ１，３５Ｔ２が形成されている。５層
目の誘電体層３５に形成されたスルーホール３５Ｔ１，３５Ｔ２には、それぞれ、図６に
示したスルーホール３４Ｔ１，３４Ｔ２が接続されている。
【００６７】
　誘電体層３５～３７の各々には、更に、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５
つのスルーホール７Ｔ５が形成されている。５層目の誘電体層３５に形成された５つのス
ルーホール７Ｔ５には、図６に示した５つのスルーホール７Ｔ４が接続されている。
【００６８】
　誘電体層３５～３７の各々には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５
つのスルーホール８Ｔ５が形成されている。５層目の誘電体層３５に形成された５つのス
ルーホール８Ｔ５には、図６に示した５つのスルーホール８Ｔ４が接続されている。
【００６９】
　誘電体層３５～３７の各々には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する
複数のスルーホール６３Ｔ５が形成されている。図７において、スルーホール３５Ｔ１，
３５Ｔ２，７Ｔ５，８Ｔ５以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスル
ーホール６３Ｔ５である。５層目の誘電体層３５に形成された複数のスルーホール６３Ｔ
５には、図６に示した複数のスルーホール６３Ｔ４が接続されている。
【００７０】
　誘電体層３５～３７では、上下に隣接する同じ符号のスルーホール同士が互いに接続さ
れている。
【００７１】
　図８は、８層目の誘電体層３８のパターン形成面を示している。誘電体層３８のパター
ン形成面には、図２に示したキャパシタＣ１を構成するための導体層３８１と、図２に示
したキャパシタＣ２を構成するための導体層３８２とが形成されている。導体層３８１に
は、７層目の誘電体層３７に形成されたスルーホール３５Ｔ１が接続されている。導体層
３８２には、７層目の誘電体層３７に形成されたスルーホール３５Ｔ２が接続されている
。
【００７２】
　誘電体層３８のパターン形成面には、更に、それぞれ図２に示したキャパシタＣ１２，
Ｃ２３，Ｃ３４，Ｃ４５を構成するための導体層３８３，３８４，３８５，３８６が形成
されている。
【００７３】
　また、誘電体層３８には、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール７Ｔ８が形成されている。５つのスルーホール７Ｔ８には、７層目の誘電体層３７に
形成された５つのスルーホール７Ｔ５が接続されている。
【００７４】
　誘電体層３８には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール８Ｔ８が形成されている。５つのスルーホール８Ｔ８には、７層目の誘電体層３７に
形成された５つのスルーホール８Ｔ５が接続されている。
【００７５】
　誘電体層３８には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する複数のスルー
ホール６３Ｔ８が形成されている。図８において、スルーホール７Ｔ８，８Ｔ８以外の複
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数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３Ｔ８である。複数のス
ルーホール６３Ｔ８には、７層目の誘電体層３７に形成された複数のスルーホール６３Ｔ
５が接続されている。
【００７６】
　図９は、９層目の誘電体層３９のパターン形成面を示している。誘電体層３９のパター
ン形成面には、共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０が形成されている
。
【００７７】
　共振器導体部５１０は、互いに反対側に位置する第１端５１０ａと第２端５１０ｂを有
している。共振器導体部５２０は、互いに反対側に位置する第１端５２０ａと第２端５２
０ｂを有している。共振器導体部５３０は、互いに反対側に位置する第１端５３０ａと第
２端５３０ｂを有している。共振器導体部５４０は、互いに反対側に位置する第１端５４
０ａと第２端５４０ｂを有している。共振器導体部５５０は、互いに反対側に位置する第
１端５５０ａと第２端５５０ｂを有している。
【００７８】
　共振器導体部５１０は、第１の部分５１０Ａと第２の部分５１０Ｂと第３の部分５１０
Ｃを含んでいる。第１の部分５１０Ａは第１端５１０ａを有し、第２の部分５１０Ｂは第
２端５１０ｂを有している。第１の部分５１０ＡはＸ方向に延び、第２の部分５１０Ｂは
Ｙ方向に延びている。第３の部分５１０Ｃは、第１の部分５１０Ａにおける第１端５１０
ａとは反対側の端部と、第２の部分５１０Ｂにおける第２端５１０ｂとは反対側の端部と
接続している。図９では、第１の部分５１０Ａと第３の部分５１０Ｃの境界と、第２の部
分５１０Ｂと第３の部分５１０Ｃの境界を、破線で示している。回路構成上、第１の部分
５１０Ａは、第２の部分５１０Ｂよりも、第１の入出力ポート３により近い。
【００７９】
　共振器導体部５５０は、第１の部分５５０Ａと第２の部分５５０Ｂと第３の部分５５０
Ｃを含んでいる。第１の部分５５０Ａは第１端５５０ａを有し、第２の部分５５０Ｂは第
２端５５０ｂを有している。第１の部分５５０ＡはＸ方向に延び、第２の部分５５０Ｂは
Ｙ方向に延びている。第３の部分５５０Ｃは、第１の部分５５０Ａにおける第１端５５０
ａとは反対側の端部と、第２の部分５５０Ｂにおける第２端５５０ｂとは反対側の端部と
接続している。図９では、第１の部分５５０Ａと第３の部分５５０Ｃの境界と、第２の部
分５５０Ｂと第３の部分５５０Ｃの境界を、破線で示している。回路構成上、第１の部分
５５０Ａは、第２の部分５５０Ｂよりも、第２の入出力ポート４により近い。
【００８０】
　共振器導体部５１０の第２の部分５１０Ｂと共振器導体部５５０の第２の部分５５０Ｂ
は、所定の間隔を開けてＸ方向に隣接している。第２の部分５１０Ｂと第２の部分５５０
Ｂの間隔は、共振器導体部５１０，５５０の各々の長さよりも小さい。
【００８１】
　共振器導体部５２０は、第１の部分５２０Ａと第２の部分５２０Ｂと第３の部分５２０
Ｃを含んでいる。第１の部分５２０Ａは第１端５２０ａを有し、第２の部分５２０Ｂは第
２端５２０ｂを有している。第１の部分５２０ＡはＸ方向に延び、第２の部分５２０Ｂは
Ｙ方向に延びている。第３の部分５２０Ｃは、第１の部分５２０Ａにおける第１端５２０
ａとは反対側の端部と、第２の部分５２０Ｂにおける第２端５２０ｂとは反対側の端部と
接続している。図９では、第１の部分５２０Ａと第３の部分５２０Ｃの境界と、第２の部
分５２０Ｂと第３の部分５２０Ｃの境界を、破線で示している。第１端５２０ａは、共振
器導体部５１０の第２端５１０ｂの近傍に配置されている。
【００８２】
　共振器導体部５４０は、第１の部分５４０Ａと第２の部分５４０Ｂと第３の部分５４０
Ｃを含んでいる。第１の部分５４０Ａは第１端５４０ａを有し、第２の部分５４０Ｂは第
２端５４０ｂを有している。第１の部分５４０ＡはＸ方向に延び、第２の部分５４０Ｂは
Ｙ方向に延びている。第３の部分５４０Ｃは、第１の部分５４０Ａにおける第１端５４０
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ａとは反対側の端部と、第２の部分５４０Ｂにおける第２端５４０ｂとは反対側の端部と
接続している。図９では、第１の部分５４０Ａと第３の部分５４０Ｃの境界と、第２の部
分５４０Ｂと第３の部分５４０Ｃの境界を、破線で示している。第１端５４０ａは、共振
器導体部５５０の第２端５５０ｂの近傍に配置されている。
【００８３】
　共振器導体部５２０の第１端５２０ａと共振器導体部５４０の第１端５４０ａは、所定
の間隔を開けて隣接している。第１端５２０ａと第１端５４０ａの間隔は、共振器導体部
５２０，５４０の各々の長さよりも十分に小さい。
【００８４】
　共振器導体部５３０は、Ｘ方向に延びている。共振器導体部５３０の第１端５３０ａは
、共振器導体部５２０の第２端５２０ｂの近傍に配置されている。共振器導体部５３０の
第２端５３０ｂは、共振器導体部５４０の第２端５４０ｂの近傍に配置されている。
【００８５】
　また、誘電体層３９には、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール７Ｔ９が形成されている。５つのスルーホール７Ｔ９には、図８に示した５つのスル
ーホール７Ｔ８が接続されている。
【００８６】
　誘電体層３９には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５つのスルーホ
ール８Ｔ９が形成されている。５つのスルーホール８Ｔ９には、図８に示した５つのスル
ーホール８Ｔ８が接続されている。
【００８７】
　誘電体層３９には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する複数のスルー
ホール６３Ｔ９が形成されている。図９において、スルーホール７Ｔ９，８Ｔ９以外の複
数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３Ｔ９である。複数のス
ルーホール６３Ｔ９には、図８に示した複数のスルーホール６３Ｔ８が接続されている。
【００８８】
　図１０は、１０層目ないし１７層目の誘電体層４０～４７のパターン形成面を示してい
る。誘電体層４０～４７の各々には、５つのスルーホール列７Ｔの一部を構成する５つの
スルーホール７Ｔ１０が形成されている。１０層目の誘電体層４０に形成された５つのス
ルーホール７Ｔ１０には、図９に示した５つのスルーホール７Ｔ９が接続されている。
【００８９】
　誘電体層４０～４７の各々には、更に、５つのスルーホール列８Ｔの一部を構成する５
つのスルーホール８Ｔ１０が形成されている。１０層目の誘電体層４０に形成された５つ
のスルーホール８Ｔ１０には、図９に示した５つのスルーホール８Ｔ９が接続されている
。
【００９０】
　誘電体層４０～４７の各々には、更に、複数のスルーホール列６３Ｔの一部を構成する
複数のスルーホール６３Ｔ１０が形成されている。図１０において、スルーホール７Ｔ１
０，８Ｔ１０以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール６３
Ｔ１０である。１０層目の誘電体層４０に形成された複数のスルーホール６３Ｔ１０には
、図９に示した複数のスルーホール６３Ｔ９が接続されている。
【００９１】
　誘電体層４０～４７では、上下に隣接する同じ符号のスルーホール同士が互いに接続さ
れている。
【００９２】
　図１１は、１８層目の誘電体層４８のパターン形成面を示している。誘電体層４８のパ
ターン形成面には、シールド６の第２の部分６２を構成する第２の導体層４８１が形成さ
れている。第２の導体層４８１には、１７層目の誘電体層４７に形成されたスルーホール
７Ｔ１０，８Ｔ１０，６３Ｔ１０が接続されている。
【００９３】
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　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１は、１層目の誘電体層３１のパターン形成面
が本体２の第１の端面２Ａになるように、１層目ないし１８層目の誘電体層３１～４８が
積層されて構成される。１８層目の誘電体層４８におけるパターン形成面とは反対側の面
は、本体２の第２の端面２Ｂになる。１層目ないし１８層目の誘電体層３１～４８は、積
層体２０を構成する。
【００９４】
　共振器５１～５５のそれぞれの共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０
は、第１の方向すなわちＺ方向に関して、積層体２０内の同じ位置に配置されている。
【００９５】
　第１の入出力ポート３を構成する導体層３１１は、スルーホール３１Ｔ１、導体層３２
１およびスルーホール３２Ｔ１，３３Ｔ１，３４Ｔ１，３５Ｔ１を介して、図８に示した
導体層３８１に接続されている。導体層３８１は、誘電体層３８を介して、図９に示した
共振器導体部５１０における第１端５１０ａの近傍部分に対向している。図２に示したキ
ャパシタＣ１は、導体層３８１と共振器導体部５１０と、これらの間の誘電体層３８とに
よって構成されている。
【００９６】
　第２の入出力ポート４を構成する導体層３１２は、スルーホール３１Ｔ２、導体層３２
２およびスルーホール３２Ｔ２，３３Ｔ２，３４Ｔ２，３５Ｔ２を介して、図８に示した
導体層３８２に接続されている。導体層３８２は、誘電体層３８を介して、図９に示した
共振器導体部５５０における第１端５５０ａの近傍部分に対向している。図２に示したキ
ャパシタＣ２は、導体層３８２と共振器導体部５５０と、これらの間の誘電体層３８とに
よって構成されている。
【００９７】
　図８に示した導体層３８３は、誘電体層３８を介して、共振器導体部５１０における第
２端５１０ｂの近傍部分と、共振器導体部５２０における第１端５２０ａの近傍部分とに
対向している。図２に示したキャパシタＣ１２は、導体層３８３と、共振器導体部５１０
，５２０と、これらの間の誘電体層３８とによって構成されている。
【００９８】
　図８に示した導体層３８４は、誘電体層３８を介して、共振器導体部５２０における第
２端５２０ｂの近傍部分と、共振器導体部５３０における第１端５３０ａの近傍部分とに
対向している。図２に示したキャパシタＣ２３は、導体層３８４と、共振器導体部５２０
，５３０と、これらの間の誘電体層３８とによって構成されている。
【００９９】
　図８に示した導体層３８５は、誘電体層３８を介して、共振器導体部５３０における第
２端５３０ｂの近傍部分と、共振器導体部５４０における第２端５４０ｂの近傍部分とに
対向している。図２に示したキャパシタＣ３４は、導体層３８５と、共振器導体部５３０
，５４０と、これらの間の誘電体層３８とによって構成されている。
【０１００】
　図８に示した導体層３８６は、誘電体層３８を介して、共振器導体部５４０における第
１端５４０ａの近傍部分と、共振器導体部５５０における第２端５５０ｂの近傍部分とに
対向している。図２に示したキャパシタＣ４５は、導体層３８６と、共振器導体部５４０
，５５０と、これらの間の誘電体層３８とによって構成されている。
【０１０１】
　第１の仕切り部７の５つのスルーホール列７Ｔの各々は、スルーホール７Ｔ１，７Ｔ２
，７Ｔ３，７Ｔ４，７Ｔ５，７Ｔ８，７Ｔ９，７Ｔ１０が、Ｚ方向に直列に接続されるこ
とによって構成されている。
【０１０２】
　図３ないし図１１に示した例では、第１の仕切り部７の一部が、共振器導体部５１０の
第２の部分５１０Ｂと、共振器導体部５５０の第２の部分５５０Ｂとの間を通過するよう
に延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。
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【０１０３】
　第２の仕切り部８の５つのスルーホール列８Ｔの各々は、スルーホール８Ｔ１，８Ｔ２
，８Ｔ３，８Ｔ４，８Ｔ５，８Ｔ８，８Ｔ９，８Ｔ１０が、Ｚ方向に直列に接続されるこ
とによって構成されている。
【０１０４】
　接続部６３の複数のスルーホール列６３Ｔの各々は、スルーホール６３Ｔ１，６３Ｔ２
，６３Ｔ３，６３Ｔ４，６３Ｔ５，６３Ｔ８，６３Ｔ９，６３Ｔ１０が、Ｚ方向に直列に
接続されることによって構成されている。
【０１０５】
　本実施の形態では、回路構成上隣接していない共振器５１，５５が磁気結合し、回路構
成上隣接していない共振器５２，５４が容量結合している。共振器５１と共振器５２は回
路構成上隣接し、且つ容量結合している。また、共振器５５と共振器５４は回路構成上隣
接し、且つ容量結合している。このような回路構成上の関係を有する共振器５１，５２，
５４，５５の共振器導体部５１０，５２０，５４０，５５０は、以下のような物理的な関
係を有している。
【０１０６】
　共振器５１，５５のそれぞれの共振器導体部５１０，５５０は、他の共振器の共振器導
体部を介することなく物理的に隣接している。本実施の形態では特に、いずれもＹ方向に
延びる共振器導体部５１０の第２の部分５１０Ｂと共振器導体部５５０の第２の部分５５
０Ｂが、それらの間に他の共振器の共振器導体部を介することなく、Ｘ方向に物理的に隣
接している。これにより、共振器５１，５５間の磁気結合が実現されている。
【０１０７】
　また、共振器５２，５４のそれぞれの共振器導体部５２０，５４０は、他の共振器の共
振器導体部を介することなく物理的に隣接している。本実施の形態では特に、共振器導体
部５２０の第１端５２０ａと、共振器導体部５４０の第１端５４０ａが、それらの間に他
の共振器の共振器導体部を介することなく、小さい間隔を開けて隣接している。これによ
り、共振器５２，５４間の容量結合が実現されている。
【０１０８】
　また、共振器５１，５２のそれぞれの共振器導体部５１０，５２０は、他の共振器の共
振器導体部を介することなく物理的に隣接している。これにより、共振器５１，５２間の
容量結合を容易に実現することができる。
【０１０９】
　また、共振器５４，５５のそれぞれの共振器導体部５４０，５５０は、他の共振器の共
振器導体部を介することなく物理的に隣接している。これにより、共振器５４，５５間の
容量結合を容易に実現することができる。
【０１１０】
　次に、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１の作用および効果について説明する。
バンドパスフィルタ１は、例えば、通過帯域が１０～３０ＧＨｚの準ミリ波帯または３０
～３００ＧＨｚのミリ波帯に存在するように設計および構成される。
【０１１１】
　バンドパスフィルタ１は、回路構成上、第１の入出力ポート３と第２の入出力ポート４
の間に第１の入出力ポート３側から順に配置された共振器５１，５２，５３，５４，５５
を備えている。共振器５１～５５は、回路構成上隣接する２つの共振器が電磁結合、特に
容量結合するように構成されている。
【０１１２】
　バンドパスフィルタ１は、シールド６を備えている。シールド６は、バンドパスフィル
タ１の周囲へ電磁波が放射されることを防止する機能を有する。本実施の形態では、シー
ルド６とその内側の誘電体によって導波管に似た構造が形成されることによって、１つ以
上の導波管モードが生じ得る。この１つ以上の導波管モードの共振周波数は、通常、バン
ドパスフィルタ１の通過帯域よりも高い周波数領域に存在する。もし、共振周波数が最も
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低い導波管モードすなわち最低次導波管モードの共振周波数が、バンドパスフィルタ１の
通過帯域に比較的近いと、最低次導波管モードの共振周波数における不要な共振によって
、通過帯域よりも高い周波数領域における減衰特性が悪化するという問題が生じる。
【０１１３】
　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１は、第１および第２の仕切り部７，８を備え
ることによって、上記の問題の発生を防止している。以下、これについて詳しく説明する
。まず、第１および第２の仕切り部７，８が無いと仮定すると、最低次導波管モードの共
振周波数は、シールド６で囲まれた空間の形状に依存する。一般的に、この空間が大きい
ほど、最低次導波管モードの共振周波数は低くなる。
【０１１４】
　これに対し、本実施の形態では、第１および第２の仕切り部７，８によって、シールド
６で囲まれた空間が、複数の空間に仕切られる。本実施の形態では特に、第１の仕切り部
７によって、シールド６で囲まれた空間が、共振器導体部５１０が存在する空間と、共振
器導体部５５０が存在する空間とに仕切られる。
【０１１５】
　本実施の形態では、最低次導波管モードの共振周波数は、第１および第２の仕切り部７
，８によって仕切られた複数の空間の各々の形状に依存する。この複数の空間の各々は、
第１および第２の仕切り部７，８が無いと仮定したときのシールド６で囲まれた空間より
も小さい。そのため、本実施の形態によれば、第１および第２の仕切り部７，８が無い場
合に比べて、最低次導波管モードの共振周波数を高くすることができる。これにより、本
実施の形態に係るバンドパスフィルタ１によれば、最低次導波管モードによって通過帯域
よりも高い周波数領域における減衰特性が悪化することを防止することができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない１段目の共振器５１と５段目の共
振器５５が磁気結合している。これにより、本実施の形態によれば、挿入損失の周波数特
性において、通過帯域よりも低く通過帯域に近い周波数領域である第１の通過帯域近傍領
域と、通過帯域よりも高く通過帯域に近い周波数領域である第２の通過帯域近傍領域の少
なくとも一方に、減衰極を生じさせることができる。なお、通過帯域は、例えば、挿入損
失の最小値から３ｄＢだけ挿入損失が大きくなる２つの周波数の間の周波数帯域である。
【０１１７】
　本実施の形態では特に、１段目の共振器５１と５段目の共振器５５の間の磁気結合は、
第１の通過帯域近傍領域に減衰極を生じさせる。
【０１１８】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない２段目の共振器５２と４段目の共
振器５４が容量結合している。これにより、本実施の形態によれば、第２の通過帯域近傍
領域に減衰極を生じさせることができる。
【０１１９】
　これらのことから、本実施の形態によれば、５つの共振器５１～５５とシールド６を含
み、良好な特性を有するバンドパスフィルタ１を実現することができる。本実施の形態に
おけるバンドパスフィルタ１の良好な特性とは、具体的には、第１の通過帯域近傍領域と
第２の通過帯域近傍領域の両方において挿入損失が急峻に変化することと、最低次導波管
モードに起因した減衰特性の悪化が抑制されていることである。
【０１２０】
　また、本実施の形態では、第１の仕切り部７は、その少なくとも一部が共振器導体部５
１０と共振器導体部５５０の間を通過するように配置されている。共振器導体部５１０と
共振器導体部５５０は、回路構成上隣接していないが磁気結合している共振器５１と共振
器５５を構成している。共振器５１，５５間の磁気結合は、回路構成上隣接する２つの共
振器間の電磁結合よりも弱くてよい。そのため、本実施の形態では、第１の仕切り部７を
、その少なくとも一部が共振器導体部５１０と共振器導体部５５０の間を通過するように
配置しながら、共振器５１，５５を磁気結合させることができる。これにより、本実施の
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形態によれば、第１の仕切り部７を設けて最低次導波管モードに起因した減衰特性の悪化
を抑制することと、共振器５１，５５を磁気結合させて減衰極を生じさせることとを両立
させて、バンドパスフィルタ１の良好な特性を実現することができる。
【０１２１】
　ところで、本実施の形態における５つの共振器５１～５５の各々は、１／２波長共振器
である。この場合、共振器導体部５１０，５２０，５３０，５４０，５５０の各々は、通
過帯域を決定する基本共振周波数の基本共振モードの他に、基本共振周波数の２倍の共振
周波数の高調波共振モードを有する場合がある。高調波共振モードは、通過帯域よりも高
い周波数領域における減衰特性を悪化させるおそれがある。
【０１２２】
　これに対し、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１では、ノッチフィルタ部によっ
て、基本共振周波数の２倍の共振周波数の信号を減衰させることが可能である。これによ
り、本実施の形態によれば、高調波共振モードに起因した減衰特性の悪化を抑制すること
ができる。
【０１２３】
　また、本実施の形態では、前述の回路構成上の関係を有する共振器５１，５２，５４，
５５の共振器導体部５１０，５２０，５４０，５５０が、前述の物理的な関係を有するよ
うに構成されている。これにより、本実施の形態によれば、２つの飛び越し結合を有し、
且つ簡単な構造のバンドパスフィルタ１を実現することができる。
【０１２４】
　次に、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１の特性の一例と、第１の比較例のバン
ドパスフィルタの特性の一例を示す。第１の比較例のバンドパスフィルタは、バンドパス
フィルタ１から第１の仕切り部７を除いた構成を有している。
【０１２５】
　図１２は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１の挿入損失の周波数特性の一例を
示している。図１３は、第１の比較例のバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性の一
例を示している。図１２および図１３に示した特性は、シミュレーションによって求めた
ものである。図１２および図１３において、横軸は周波数を示し、縦軸は挿入損失を示し
ている。図１２および図１３に示した例では、バンドパスフィルタ１および第１の比較例
のバンドパスフィルタの通過帯域は、約２６～３０ＧＨｚであり、通過帯域の中心周波数
は、約２８ＧＨｚである。
【０１２６】
　シミュレーションにおけるバンドパスフィルタ１では、第１の仕切り部７の存在を前提
として、図１２に示したように第１の通過帯域近傍領域と第２の通過帯域近傍領域の両方
に減衰極が生じるように、２つの飛び越し結合の大きさが調整されている。第１の通過帯
域近傍領域は、約２４～２６ＧＨｚの周波数領域である。第２の通過帯域近傍領域は、約
３０～３２ＧＨｚの周波数領域である。図１３に示した第１の比較例のバンドパスフィル
タの特性では、第１の通過帯域近傍領域には減衰極は無く、第２の通過帯域近傍領域にお
ける減衰極における挿入損失はバンドパスフィルタ１に比べて小さくなっている。これは
、第１の比較例のバンドパスフィルタでは、第１の仕切り部７を除いたことにより、共振
器５１，５５間の磁気結合の大きさが、バンドパスフィルタ１において調整された大きさ
からずれたためである。
【０１２７】
　また、図１３に示した第１の比較例のバンドパスフィルタの特性では、約４０ＧＨｚに
おいて挿入損失が極端に小さくなるピークが存在している。これは、約４０ＧＨｚにおい
て最低次導波管モードによる不要な共振が生じているためと考えられる。図１２に示した
バンドパスフィルタ１の特性では、図１３に示した特性において生じているようなピーク
は存在せず、図１３に示した特性に比べて、通過帯域よりも高い周波数領域における減衰
特性は良好である。
【０１２８】
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　また、図１２に示したバンドパスフィルタ１の特性では、約５５ＧＨｚにおける挿入損
失が大きくなっている。これは、ノッチフィルタ部の作用によるものである。
【０１２９】
　図１２から、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１によれば、第１の通過帯域近傍
領域と第２の通過帯域近傍領域の両方において挿入損失が急峻に変化し、且つ最低次導波
管モードに起因した減衰特性の悪化が抑制された良好な特性を実現できることが分かる。
【０１３０】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。始めに、図１４および図１５を参
照して、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの構成について説明する。図１４は、本
実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図である。図１５は、本実施の形
態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図である。
【０１３１】
　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００は、本体２と、第１の入出力ポート３お
よび第２の入出力ポート４と、３つ以上の共振器と、シールド６と、仕切り部１０７と、
結合調整部１０８とを備えている。本体２は、積層体２０を含んでいる。
【０１３２】
　３つ以上の共振器は、回路構成上、第１の入出力ポート３と第２の入出力ポート４の間
に設けられている。本実施の形態では、３つ以上の共振器は、６つの共振器１５１，１５
２，１５３，１５４，１５５，１５６である。６つの共振器１５１，１５２，１５３，１
５４，１５５，１５６は、回路構成上、第１の入出力ポート３側からこの順に配置されて
いる。６つの共振器１５１～１５６は、回路構成上隣接する２つの共振器が電磁結合する
ように構成されている。具体的に説明すると、共振器１５１～１５６は、共振器１５１，
１５２が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器１５２，１５３が回路構成上隣接して電
磁結合し、共振器１５３，１５４が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器１５４，１５
５が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器１５５，１５６が回路構成上隣接して電磁結
合するように構成されている。また、本実施の形態では特に、回路構成上隣接する２つの
共振器の間の電磁結合は、容量結合である。また、本実施の形態では特に、共振器１５１
～１５６の各々は、両端開放型共振器であり且つ１／２波長共振器である。
【０１３３】
　シールド６の第１の部分６１、第２の部分６２および接続部６３は、６つの共振器１５
１～１５６を囲むように配置されている。第１の部分６１は、積層体２０の主要部２１の
第１の端面２１ａに配置された第１の導体層１３１３によって構成されている。第２の部
分６２は、積層体２０の主要部２１の第２の端面２１ｂに配置された第２の導体層１５２
１によって構成されている。
【０１３４】
　バンドパスフィルタ１００は、共振器１５１，１５２間の容量結合を実現するキャパシ
タＣ１１２と、共振器１５２，１５３間の容量結合を実現するキャパシタＣ１２３と、共
振器１５３，１５４間の容量結合を実現するキャパシタＣ１３４と、共振器１５４，１５
５間の容量結合を実現するキャパシタＣ１４５と、共振器１５５，１５６間の容量結合を
実現するキャパシタＣ１５６とを備えている。
【０１３５】
　本実施の形態では、６つの共振器１５１～１５６のうち回路構成上第１の入出力ポート
３に対して２番目に近い共振器１５２と、６つの共振器１５１～１５６のうち回路構成上
第２の入出力ポート４に対して２番目に近い共振器１５５は、回路構成上隣接していない
が磁気結合している。共振器１５２は、本発明における第１の共振器に対応する。共振器
１５５は、本発明における第２の共振器に対応する。
【０１３６】
　また、本実施の形態では、６つの共振器１５１～１５６のうち回路構成上第１の入出力
ポート３に最も近い共振器１５１と、６つの共振器１５１～１５６のうち回路構成上第２
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の入出力ポート４に最も近い共振器１５６は、回路構成上隣接していないが容量結合して
いる。図１５において、符号Ｃ１１６を付したキャパシタの記号は、共振器１５１，１５
６間の容量結合を表している。
【０１３７】
　バンドパスフィルタ１００は、更に、第１の入出力ポート３と共振器１５１との間に設
けられたキャパシタＣ１０１と、第２の入出力ポート４と共振器１５６との間に設けられ
たキャパシタＣ１０２とを備えている。
【０１３８】
　バンドパスフィルタ１００は、更に、第１の実施の形態と同様に、２つの線路９１，９
２を備えている。
【０１３９】
　共振器１５１は、導体よりなる共振器導体部１５１０を有している。共振器１５２は、
導体よりなる共振器導体部１５２０を有している。共振器１５３は、導体よりなる共振器
導体部１５３０を有している。共振器１５４は、導体よりなる共振器導体部１５４０を有
している。共振器１５５は、導体よりなる共振器導体部１５５０を有している。共振器１
５６は、導体よりなる共振器導体部１５６０を有している。共振器導体部１５２０は、本
発明における第１の共振器導体部に対応する。共振器導体部１５５０は、本発明における
第２の共振器導体部に対応する。
【０１４０】
　共振器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５４０，１５５０，１５６０の各々は
、第１の方向すなわちＺ方向と交差する方向に延びている。本実施の形態では特に、共振
器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５４０，１５５０，１５６０の各々は、第１
の方向すなわちＺ方向に直交する方向に延びている。
【０１４１】
　共振器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５４０，１５５０，１５６０の各々は
、互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。前述のように、共振器１５１～
１５６の各々は、両端開放型共振器である。そのため、共振器導体部１５１０，１５２０
，１５３０，１５４０，１５５０，１５６０の各々の第１端と第２端は、いずれも開放さ
れている。共振器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５４０，１５５０，１５６０
の各々は、バンドパスフィルタ１００の通過帯域の中心周波数に対応する波長の１／２ま
たはそれに近い長さを有している。
【０１４２】
　仕切り部１０７は、その少なくとも一部が共振器導体部１５２０と共振器導体部１５５
０の間を通過するように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。本実
施の形態では特に、仕切り部１０７は、第１の方向すなわちＺ方向に延びている。また、
仕切り部１０７は、第１の部分６１と第２の部分６２を最短経路で接続している。すなわ
ち、仕切り部１０７のＺ方向の長さは、第１の部分６１と第２の部分６２の間の距離と等
しい。
【０１４３】
　また、仕切り部１０７は、主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通している。
本実施の形態では、仕切り部１０７は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体
層を貫通する複数のスルーホール列１０７Ｔと、導体層１０７Ｃとを含んでいる。複数の
スルーホール列１０７Ｔは、本発明における第１のスルーホール列に対応する。図１４で
は、個々のスルーホール列１０７Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列１０７Ｔ
の各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール
列１０７Ｔの各々は、Ｚ方向に延びている。また、複数のスルーホール列１０７Ｔは、Ｙ
方向に並ぶように配列されている。本実施の形態では、スルーホール列１０７Ｔの数は７
である。
【０１４４】
　結合調整部１０８は、共振器１５１，１５６間の容量結合の大きさを調整するためのも
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のである。結合調整部１０８は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫
通する複数のスルーホール列１０８Ｔを含んでいる。図１４では、個々のスルーホール列
１０８Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列１０８Ｔの各々は、直列に接続され
た２つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列１０８Ｔの各々は、Ｚ方
向に延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。また、複数のスルーホー
ル列１０８Ｔは、共振器導体部１５１０の第２端と共振器導体部１５６０の第２端の近傍
において、Ｙ方向に並ぶように配列されている。本実施の形態では、スルーホール列１０
８Ｔの数は２である。
【０１４５】
　シールド６の接続部６３は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通
する複数のスルーホール列１６３Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列１６３Ｔは、本
発明における第２のスルーホール列に対応する。図１４では、個々のスルーホール列１６
３Ｔを円柱で表している。図１４において、７つのスルーホール列１０７Ｔと２つのスル
ーホール列１０８Ｔ以外の複数の円柱で表わされた複数のスルーホール列は、全てスルー
ホール列１６３Ｔである。複数のスルーホール列１６３Ｔの各々は、直列に接続された２
つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列１６３Ｔの各々は、Ｚ方向に
延びている。
【０１４６】
　次に、図１６ないし図２４を参照して、本実施の形態における積層体２０を構成する複
数の誘電体層と、この複数の誘電体層に形成された複数の導体層および複数のスルーホー
ルの構成の一例について説明する。この例では、積層体２０は、積層された２２層の誘電
体層を有している。この２２層の誘電体層を、下から順に１層目ないし２２層目の誘電体
層と呼ぶ。また、１層目ないし２２層目の誘電体層を符号１３１～１５２で表す。主要部
２１は、１層目ないし２１層目の誘電体層１３１～１５１によって構成されている。被覆
部２２は、２２層目の誘電体層１５２によって構成されている。図１６ないし図２３にお
いて、複数の円は複数のスルーホールを表している。
【０１４７】
　図１６は、１層目の誘電体層１３１のパターン形成面を示している。誘電体層１３１の
パターン形成面には、第１の入出力ポート３を構成する導体層１３１１と、第２の入出力
ポート４を構成する導体層１３１２と、シールド６の第１の部分６１を構成する第１の導
体層１３１３とが形成されている。
【０１４８】
　また、誘電体層１３１には、導体層１３１１に接続されたスルーホール１３１Ｔ１と、
導体層１３１２に接続されたスルーホール１３１Ｔ２とが形成されている。誘電体層１３
１には、更に、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構成する７つのスルーホール１０
７Ｔ１と、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構成する２つのスルーホール１０８Ｔ
１と、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構成する複数のスルーホール１６３Ｔ１が
形成されている。図１６において、スルーホール１３１Ｔ１，１３１Ｔ２，１０７Ｔ１，
１０８Ｔ１以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール１６３
Ｔ１である。スルーホール１０７Ｔ１，１０８Ｔ１，１６３Ｔ１は、第１の導体層１３１
３に接続されている。
【０１４９】
　図１７は、２層目および３層目の誘電体層１３２，１３３のパターン形成面を示してい
る。誘電体層１３２，１３３の各々には、スルーホール１３２Ｔ１，１３２Ｔ２が形成さ
れている。２層目の誘電体層１３２に形成されたスルーホール１３２Ｔ１，１３２Ｔ２に
は、それぞれ、図１６に示したスルーホール１３１Ｔ１，１３１Ｔ２が接続されている。
【０１５０】
　誘電体層１３２，１３３の各々には、更に、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構
成する７つのスルーホール１０７Ｔ２が形成されている。２層目の誘電体層１３２に形成
された７つのスルーホール１０７Ｔ２には、図１６に示した７つのスルーホール１０７Ｔ
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１が接続されている。
【０１５１】
　誘電体層１３２，１３３の各々には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構
成する２つのスルーホール１０８Ｔ２が形成されている。２層目の誘電体層１３２に形成
された２つのスルーホール１０８Ｔ２には、図１６に示した２つのスルーホール１０８Ｔ
１が接続されている。
【０１５２】
　誘電体層１３２，１３３の各々には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構
成する複数のスルーホール１６３Ｔ２が形成されている。図１７において、スルーホール
１３２Ｔ１，１３２Ｔ２，１０７Ｔ２，１０８Ｔ２以外の複数の円で表わされた複数のス
ルーホールは、全てスルーホール１６３Ｔ２である。２層目の誘電体層１３２に形成され
た複数のスルーホール１６３Ｔ２には、図１６に示した複数のスルーホール１６３Ｔ１が
接続されている。
【０１５３】
　誘電体層１３２，１３３では、上下に隣接する同じ符号のスルーホール同士が互いに接
続されている。
【０１５４】
　図１８は、４層目の誘電体層１３４のパターン形成面を示している。誘電体層１３４の
パターン形成面には、線路９１を構成する導体層１３４１と、線路９２を構成する導体層
１３４２が形成されている。導体層１３４１，１３４２の各々は、互いに反対側に位置す
る第１端と第２端を有している。導体層１３４１における第１端の近傍部分には、３層目
の誘電体層１３３に形成されたスルーホール１３２Ｔ１が接続されている。導体層１３４
２における第１端の近傍部分には、３層目の誘電体層１３３に形成されたスルーホール１
３２Ｔ２が接続されている。導体層１３４１における第２端の近傍の一部と、導体層１３
４２における第２端の近傍の一部は、誘電体層１３１，１３２，１３３を介して、図１６
に示した導体層１３１３に対向している。
【０１５５】
　また、誘電体層１３４には、導体層１３４１における第１端の近傍部分に接続されたス
ルーホール１３４Ｔ１と、導体層１３４２における第１端の近傍部分に接続されたスルー
ホール１３４Ｔ２とが形成されている。
【０１５６】
　誘電体層１３４には、更に、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構成する７つのス
ルーホール１０７Ｔ４が形成されている。７つのスルーホール１０７Ｔ４には、３層目の
誘電体層１３３に形成された７つのスルーホール１０７Ｔ２が接続されている。
【０１５７】
　誘電体層１３４には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構成する２つのス
ルーホール１０８Ｔ４が形成されている。２つのスルーホール１０８Ｔ４には、３層目の
誘電体層１３３に形成された２つのスルーホール１０８Ｔ２が接続されている。
【０１５８】
　誘電体層１３４には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構成する複数のス
ルーホール１６３Ｔ４が形成されている。図１８において、スルーホール１３４Ｔ１，１
３４Ｔ２，１０７Ｔ４，１０８Ｔ４以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、
全てスルーホール１６３Ｔ４である。複数のスルーホール１６３Ｔ４には、３層目の誘電
体層１３３に形成された複数のスルーホール１６３Ｔ２が接続されている。
【０１５９】
　図１９は、５層目ないし９層目の誘電体層１３５～１３９のパターン形成面を示してい
る。誘電体層１３５～１３９の各々には、スルーホール１３５Ｔ１，１３５Ｔ２が形成さ
れている。５層目の誘電体層１３５に形成されたスルーホール１３５Ｔ１，１３５Ｔ２に
は、それぞれ、図１８に示したスルーホール１３４Ｔ１，１３４Ｔ２が接続されている。
【０１６０】
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　誘電体層１３５～１３９の各々には、更に、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構
成する７つのスルーホール１０７Ｔ５が形成されている。５層目の誘電体層１３５に形成
された７つのスルーホール１０７Ｔ５には、図１８に示した７つのスルーホール１０７Ｔ
４が接続されている。
【０１６１】
　誘電体層１３５～１３９の各々には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構
成する２つのスルーホール１０８Ｔ５が形成されている。５層目の誘電体層１３５に形成
された２つのスルーホール１０８Ｔ５には、図１８に示した２つのスルーホール１０８Ｔ
４が接続されている。
【０１６２】
　誘電体層１３５～１３９の各々には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構
成する複数のスルーホール１６３Ｔ５が形成されている。図１９において、スルーホール
１３５Ｔ１，１３５Ｔ２，１０７Ｔ５，１０８Ｔ５以外の複数の円で表わされた複数のス
ルーホールは、全てスルーホール１６３Ｔ５である。５層目の誘電体層１３５に形成され
た複数のスルーホール１６３Ｔ５には、図１８に示した複数のスルーホール１６３Ｔ４が
接続されている。
【０１６３】
　誘電体層１３５～１３９では、上下に隣接する同じ符号のスルーホール同士が互いに接
続されている。
【０１６４】
　図２０は、１０層目の誘電体層１４０のパターン形成面を示している。誘電体層１４０
のパターン形成面には、図１５に示したキャパシタＣ１０１を構成するための導体層１４
０１と、図１５に示したキャパシタＣ１０２を構成するための導体層１４０２とが形成さ
れている。導体層１４０１には、９層目の誘電体層１３９に形成されたスルーホール１３
５Ｔ１が接続されている。導体層１４０２には、９層目の誘電体層１３９に形成されたス
ルーホール１３５Ｔ２が接続されている。
【０１６５】
　誘電体層１４０のパターン形成面には、更に、それぞれ図１５に示したキャパシタＣ１
１２，Ｃ１２３，Ｃ１３４，Ｃ１４５，Ｃ１５６を構成するための導体層１４０３，１４
０４，１４０５，１４０６，１４０７が形成されている。
【０１６６】
　また、誘電体層１４０には、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構成する７つのス
ルーホール１０７Ｔ１０が形成されている。７つのスルーホール１０７Ｔ１０には、９層
目の誘電体層１３９に形成された７つのスルーホール１０７Ｔ５が接続されている。
【０１６７】
　誘電体層１４０には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構成する２つのス
ルーホール１０８Ｔ１０が形成されている。２つのスルーホール１０８Ｔ１０には、９層
目の誘電体層１３９に形成された２つのスルーホール１０８Ｔ５が接続されている。
【０１６８】
　誘電体層１４０には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構成する複数のス
ルーホール１６３Ｔ１０が形成されている。図２０において、スルーホール１０７Ｔ１０
，１０８Ｔ１０以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール１
６３Ｔ１０である。複数のスルーホール１６３Ｔ１０には、９層目の誘電体層１３９に形
成された複数のスルーホール１６３Ｔ５が接続されている。
【０１６９】
　図２１は、１１層目の誘電体層１４１のパターン形成面を示している。誘電体層１４１
には、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構成する７つのスルーホール１０７Ｔ１１
が形成されている。７つのスルーホール１０７Ｔ１１には、図２０に示した７つのスルー
ホール１０７Ｔ１０が接続されている。
【０１７０】
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　誘電体層１４１には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構成する２つのス
ルーホール１０８Ｔ１１が形成されている。２つのスルーホール１０８Ｔ１１には、図２
０に示した２つのスルーホール１０８Ｔ１０が接続されている。
【０１７１】
　誘電体層１４１には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構成する複数のス
ルーホール１６３Ｔ１１が形成されている。図２１において、スルーホール１０７Ｔ１１
，１０８Ｔ１１以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール１
６３Ｔ１１である。複数のスルーホール１６３Ｔ１１には、図２０に示した複数のスルー
ホール１６３Ｔ１０が接続されている。
【０１７２】
　図２２は、１２層目の誘電体層１４２のパターン形成面を示している。誘電体層１４２
のパターン形成面には、共振器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５４０，１５５
０，１５６０が形成されている。
【０１７３】
　共振器導体部１５１０は、互いに反対側に位置する第１端１５１０ａと第２端１５１０
ｂを有している。共振器導体部１５２０は、互いに反対側に位置する第１端１５２０ａと
第２端１５２０ｂを有している。共振器導体部１５３０は、互いに反対側に位置する第１
端１５３０ａと第２端１５３０ｂを有している。共振器導体部１５４０は、互いに反対側
に位置する第１端１５４０ａと第２端１５４０ｂを有している。共振器導体部１５５０は
、互いに反対側に位置する第１端１５５０ａと第２端１５５０ｂを有している。共振器導
体部１５６０は、互いに反対側に位置する第１端１５６０ａと第２端１５６０ｂを有して
いる。
【０１７４】
　共振器導体部１５１０，１５６０の各々は、Ｘ方向に延びている。また、共振器導体部
１５１０，１５６０は、それらと交差してＸ方向に延びる１つの直線が存在する位置関係
で配置されている。共振器導体部１５１０の第２端１５１０ｂと共振器導体部１５６０の
第２端１５６０ｂは、所定の間隔を開けて隣接している。第２端１５１０ｂと第２端１５
６０ｂの間隔は、共振器導体部１５１０，１５６０の各々の長さよりも十分に小さい。
【０１７５】
　共振器導体部１５２０，１５５０の各々は、Ｙ方向に延びている。また、共振器導体部
１５２０，１５５０は、所定の間隔を開けてＸ方向に隣接している。共振器導体部１５２
０，１５５０の間隔は、共振器導体部１５２０，１５５０の各々の長さよりも小さい。
【０１７６】
　共振器導体部１５２０の第１端１５２０ａは、共振器導体部１５１０の第２端１５１０
ｂの近傍に配置されている。共振器導体部１５５０の第１端１５５０ａは、共振器導体部
１５６０の第２端１５６０ｂの近傍に配置されている。
【０１７７】
　共振器導体部１５３０は、第１の部分１５３０Ａと第２の部分１５３０Ｂと第３の部分
１５３０Ｃを含んでいる。第１の部分１５３０Ａは第１端１５３０ａを有し、第２の部分
１５３０Ｂは第２端１５３０ｂを有している。第１の部分１５３０ＡはＸ方向に延び、第
２の部分１５３０ＢはＹ方向に延びている。第３の部分１５３０Ｃは、第１の部分１５３
０Ａにおける第１端１５３０ａとは反対側の端部と、第２の部分１５３０Ｂにおける第２
端１５３０ｂとは反対側の端部と接続している。図２２では、第１の部分１５３０Ａと第
３の部分１５３０Ｃの境界と、第２の部分１５３０Ｂと第３の部分１５３０Ｃの境界を、
破線で示している。第１端１５３０ａは、共振器導体部１５２０の第２端１５２０ｂの近
傍に配置されている。
【０１７８】
　共振器導体部１５４０は、第１の部分１５４０Ａと第２の部分１５４０Ｂと第３の部分
１５４０Ｃを含んでいる。第１の部分１５４０Ａは第１端１５４０ａを有し、第２の部分
１５４０Ｂは第２端１５４０ｂを有している。第１の部分１５４０ＡはＸ方向に延び、第
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２の部分１５４０ＢはＹ方向に延びている。第３の部分１５４０Ｃは、第１の部分１５４
０Ａにおける第１端１５４０ａとは反対側の端部と、第２の部分１５４０Ｂにおける第２
端１５４０ｂとは反対側の端部と接続している。図２２では、第１の部分１５４０Ａと第
３の部分１５４０Ｃの境界と、第２の部分１５４０Ｂと第３の部分１５４０Ｃの境界を、
破線で示している。第１端１５４０ａは、共振器導体部１５５０の第２端１５５０ｂの近
傍に配置されている。
【０１７９】
　共振器導体部１５３０の第１端１５３０ａと共振器導体部１５４０の第１端１５４０ａ
は、所定の間隔を開けて隣接している。
【０１８０】
　誘電体層１４２のパターン形成面には、更に、仕切り部１０７の一部を構成する導体層
１０７Ｃが形成されている。導体層１０７Ｃは、共振器導体部１５２０と共振器導体部１
５５０の間に位置して、Ｙ方向に延びている。
【０１８１】
　また、誘電体層１４２には、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構成する７つのス
ルーホール１０７Ｔ１２が形成されている。７つのスルーホール１０７Ｔ１２は、導体層
１０７Ｃに接続されている。また、７つのスルーホール１０７Ｔ１２には、図２１に示し
た７つのスルーホール１０７Ｔ１１が接続されている。
【０１８２】
　誘電体層１４２には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構成する２つのス
ルーホール１０８Ｔ１２が形成されている。２つのスルーホール１０８Ｔ１２には、図２
１に示した２つのスルーホール１０８Ｔ１１が接続されている。
【０１８３】
　誘電体層１４２には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構成する複数のス
ルーホール１６３Ｔ１２が形成されている。図２２において、スルーホール１０７Ｔ１２
，１０８Ｔ１２以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全てスルーホール１
６３Ｔ１２である。複数のスルーホール１６３Ｔ１２には、図２１に示した複数のスルー
ホール１６３Ｔ１１が接続されている。
【０１８４】
　図２３は、１３層目ないし２１層目の誘電体層１４３～１５１のパターン形成面を示し
ている。誘電体層１４３～１５１の各々には、７つのスルーホール列１０７Ｔの一部を構
成する７つのスルーホール１０７Ｔ１３が形成されている。１３層目の誘電体層１４３に
形成された７つのスルーホール１０７Ｔ１３には、図２２に示した７つのスルーホール１
０７Ｔ１２が接続されている。
【０１８５】
　誘電体層１４３～１５１の各々には、更に、２つのスルーホール列１０８Ｔの一部を構
成する２つのスルーホール１０８Ｔ１３が形成されている。１３層目の誘電体層１４３に
形成された２つのスルーホール１０８Ｔ１３には、図２２に示した２つのスルーホール１
０８Ｔ１２が接続されている。
【０１８６】
　誘電体層１４３～１５１の各々には、更に、複数のスルーホール列１６３Ｔの一部を構
成する複数のスルーホール１６３Ｔ１３が形成されている。図２３において、スルーホー
ル１０７Ｔ１３，１０８Ｔ１３以外の複数の円で表わされた複数のスルーホールは、全て
スルーホール１６３Ｔ１３である。１３層目の誘電体層１４３に形成された複数のスルー
ホール１６３Ｔ１３には、図２２に示した複数のスルーホール１６３Ｔ１２が接続されて
いる。
【０１８７】
　誘電体層１４３～１５１では、上下に隣接する同じ符号のスルーホール同士が互いに接
続されている。
【０１８８】
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　図２４は、２２層目の誘電体層１５２のパターン形成面を示している。誘電体層１５２
のパターン形成面には、シールド６の第２の部分６２を構成する第２の導体層１５２１が
形成されている。第２の導体層１５２１には、２１層目の誘電体層１５１に形成されたス
ルーホール１０７Ｔ１３，１０８Ｔ１３，１６３Ｔ１３が接続されている。
【０１８９】
　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００は、１層目の誘電体層１３１のパターン
形成面が本体２の第１の端面２Ａになるように、１層目ないし２２層目の誘電体層１３１
～１５２が積層されて構成される。２２層目の誘電体層１５２におけるパターン形成面と
は反対側の面は、本体２の第２の端面２Ｂになる。１層目ないし２２層目の誘電体層１３
１～１５２は、積層体２０を構成する。
【０１９０】
　共振器１５１～１５６のそれぞれの共振器導体部１５１０，１５２０，１５３０，１５
４０，１５５０，１５６０は、第１の方向すなわちＺ方向に関して、積層体２０内の同じ
位置に配置されている。
【０１９１】
　第１の入出力ポート３を構成する導体層１３１１は、スルーホール１３１Ｔ１，１３２
Ｔ１，１３４Ｔ１，１３５Ｔ１を介して、図２０に示した導体層１４０１に接続されてい
る。導体層１４０１は、誘電体層１４０，１４１を介して、図２２に示した共振器導体部
１５１０における第１端１５１０ａの近傍部分に対向している。図１５に示したキャパシ
タＣ１０１は、導体層１４０１と共振器導体部１５１０と、これらの間の誘電体層１４０
，１４１とによって構成されている。
【０１９２】
　第２の入出力ポート４を構成する導体層１３１２は、スルーホール１３１Ｔ２，１３２
Ｔ２，１３４Ｔ２，１３５Ｔ２を介して、図２０に示した導体層１４０２に接続されてい
る。導体層１４０２は、誘電体層１４０，１４１を介して、図２２に示した共振器導体部
１５６０における第１端１５６０ａの近傍部分に対向している。図１５に示したキャパシ
タＣ１０２は、導体層１４０２と共振器導体部１５６０と、これらの間の誘電体層１４０
，１４１とによって構成されている。
【０１９３】
　図２０に示した導体層１４０３は、誘電体層１４０，１４１を介して、共振器導体部１
５１０における第２端１５１０ｂの近傍部分と、共振器導体部１５２０における第１端１
５２０ａの近傍部分とに対向している。図１５に示したキャパシタＣ１１２は、導体層１
４０３と、共振器導体部１５１０，１５２０と、これらの間の誘電体層１４０，１４１と
によって構成されている。
【０１９４】
　図２０に示した導体層１４０４は、誘電体層１４０，１４１を介して、共振器導体部１
５２０における第２端１５２０ｂの近傍部分と、共振器導体部１５３０における第１端１
５３０ａの近傍部分とに対向している。図１５に示したキャパシタＣ１２３は、導体層１
４０４と、共振器導体部１５２０，１５３０と、これらの間の誘電体層１４０，１４１と
によって構成されている。
【０１９５】
　図２０に示した導体層１４０５は、誘電体層１４０，１４１を介して、共振器導体部１
５３０における第１端１５３０ａの近傍部分と、共振器導体部１５４０における第１端１
５４０ａの近傍部分とに対向している。図１５に示したキャパシタＣ１３４は、導体層１
４０５と、共振器導体部１５３０，１５４０と、これらの間の誘電体層１４０，１４１と
によって構成されている。
【０１９６】
　図２０に示した導体層１４０６は、誘電体層１４０，１４１を介して、共振器導体部１
５４０における第１端１５４０ａの近傍部分と、共振器導体部１５５０における第２端１
５５０ｂの近傍部分とに対向している。図１５に示したキャパシタＣ１４５は、導体層１
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４０６と、共振器導体部１５４０，１５５０と、これらの間の誘電体層１４０，１４１と
によって構成されている。
【０１９７】
　図２０に示した導体層１４０７は、誘電体層１４０，１４１を介して、共振器導体部１
５５０における第１端１５５０ａの近傍部分と、共振器導体部１５６０における第２端１
５６０ｂの近傍部分とに対向している。図１５に示したキャパシタＣ１５６は、導体層１
４０７と、共振器導体部１５５０，１５６０と、これらの間の誘電体層１４０，１４１と
によって構成されている。
【０１９８】
　仕切り部１０７の７つのスルーホール列１０７Ｔの各々は、スルーホール１０７Ｔ１，
１０７Ｔ２，１０７Ｔ４，１０７Ｔ５，１０７Ｔ１０，１０７Ｔ１１，１０７Ｔ１２，１
０７Ｔ１３が、Ｚ方向に直列に接続されることによって構成されている。
【０１９９】
　図１６ないし図２４に示した例では、仕切り部１０７は、共振器導体部１５２０と共振
器導体部１５５０の間を通過するように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接
している。
【０２００】
　結合調整部１０８の２つのスルーホール列１０８Ｔの各々は、スルーホール１０８Ｔ１
，１０８Ｔ２，１０８Ｔ４，１０８Ｔ５，１０８Ｔ１０，１０８Ｔ１１，１０８Ｔ１２，
１０８Ｔ１３が、Ｚ方向に直列に接続されることによって構成されている。
【０２０１】
　接続部１６３の複数のスルーホール列１６３Ｔの各々は、スルーホール１６３Ｔ１，１
６３Ｔ２，１６３Ｔ４，１６３Ｔ５，１６３Ｔ１０，１６３Ｔ１１，１６３Ｔ１２，１６
３Ｔ１３が、Ｚ方向に直列に接続されることによって構成されている。
【０２０２】
　本実施の形態では、回路構成上隣接していない共振器１５２，１５５が磁気結合し、回
路構成上隣接していない共振器１５１，１５６が容量結合している。共振器１５２と共振
器１５１は回路構成上隣接し、且つ容量結合している。また、共振器１５５と共振器１５
６は回路構成上隣接し、且つ容量結合している。このような回路構成上の関係を有する共
振器１５１，１５２，１５５，１５６の共振器導体部１５１０，１５２０，１５５０，１
５６０は、以下のような物理的な関係を有している。
【０２０３】
　共振器１５２，１５５のそれぞれの共振器導体部１５２０，１５５０は、他の共振器の
共振器導体部を介することなく物理的に隣接している。本実施の形態では特に、いずれも
Ｙ方向に延びる共振器導体部１５２０と共振器導体部１５５０が、それらの間に他の共振
器の共振器導体部を介することなく、Ｘ方向に物理的に隣接している。これにより、共振
器１５２，１５５間の磁気結合が実現されている。
【０２０４】
　また、共振器１５１，１５６のそれぞれの共振器導体部１５１０，１５６０は、他の共
振器の共振器導体部を介することなく物理的に隣接している。本実施の形態では特に、共
振器導体部１５１０の第２端１５１０ｂと、共振器導体部１５６０の第２端１５６０ｂが
、それらの間に他の共振器の共振器導体部を介することなく、小さい間隔を開けて隣接し
ている。これにより、共振器１５１，１５６間の容量結合が実現されている。
【０２０５】
　また、共振器１５２，１５１のそれぞれの共振器導体部１５２０，１５１０は、他の共
振器の共振器導体部を介することなく物理的に隣接している。これにより、共振器１５２
，１５１間の容量結合を容易に実現することができる。
【０２０６】
　また、共振器１５５，１５６のそれぞれの共振器導体部１５５０，１５６０は、他の共
振器の共振器導体部を介することなく物理的に隣接している。これにより、共振器１５５
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，１５６間の容量結合を容易に実現することができる。
【０２０７】
　次に、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００の作用および効果について説明す
る。バンドパスフィルタ１００は、例えば、通過帯域が１０～３０ＧＨｚの準ミリ波帯ま
たは３０～３００ＧＨｚのミリ波帯に存在するように設計および構成される。
【０２０８】
　本実施の形態では、仕切り部１０７によって、シールド６で囲まれた空間が、共振器導
体部１５２０が存在する空間と、共振器導体部１５５０が存在する空間とに仕切られる。
これにより、本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、最低次導波管モードに
よって通過帯域よりも高い周波数領域における減衰特性が悪化することを防止することが
できる。
【０２０９】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない２段目の共振器１５２と５段目の
共振器１５５が磁気結合している。共振器１５２，１５５間の磁気結合は、挿入損失の周
波数特性において、通過帯域よりも低く通過帯域に近い周波数領域である第１の通過帯域
近傍領域と、通過帯域よりも高く通過帯域に近い周波数領域である第２の通過帯域近傍領
域の両方に、減衰極を生じさせることができる。
【０２１０】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない１段目の共振器１５１と６段目の
共振器１５６が容量結合している。共振器１５１，１５６間の容量結合は、第１の通過帯
域近傍領域に生じる減衰極における挿入損失を大きくする作用を有する。第１の通過帯域
近傍領域に生じる減衰極における挿入損失の大きさは、共振器１５１，１５６間の容量結
合の大きさによって調整することができる。結合調整部１０８は、共振器１５１，１５６
間の容量結合の大きさを調整するために設けられている。すなわち、結合調整部１０８を
構成する複数のスルーホール列１０８Ｔの数や間隔によって、共振器１５１，１５６間の
容量結合の大きさを調整することができる。
【０２１１】
　本実施の形態によれば、第１の通過帯域近傍領域と第２の通過帯域近傍領域の両方にお
いて挿入損失が急峻に変化する特性を実現することができるが、特に、第１の通過帯域近
傍領域において挿入損失がより急峻に変化する特性を実現することができる。
【０２１２】
　また、本実施の形態では、仕切り部１０７は、共振器導体部１５２０と共振器導体部１
５５０の間を通過するように配置されている。共振器導体部１５２０と共振器導体部１５
５０は、回路構成上隣接していないが磁気結合している共振器１５２と共振器１５５を構
成している。共振器１５２，１５５間の磁気結合は、回路構成上隣接する２つの共振器間
の電磁結合よりも弱くてよい。そのため、本実施の形態では、仕切り部１０７を、共振器
導体部１５２０と共振器導体部１５５０の間を通過するように配置しながら、共振器１５
２，１５５を磁気結合させることができる。これにより、本実施の形態によれば、仕切り
部１０７を設けて最低次導波管モードに起因した減衰特性の悪化を抑制することと、共振
器１５２，１５５を磁気結合させて減衰極を生じさせることとを両立させて、バンドパス
フィルタ１００の良好な特性を実現することができる。
【０２１３】
　また、本実施の形態では、前述の回路構成上の関係を有する共振器１５１，１５２，１
５５，１５６の共振器導体部１５１０，１５２０，１５５０，１５６０が、前述の物理的
な関係を有するように構成されている。これにより、本実施の形態によれば、２つの飛び
越し結合を有し、且つ簡単な構造のバンドパスフィルタ１００を実現することができる。
【０２１４】
　次に、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００の特性の一例と、第２の比較例の
バンドパスフィルタの特性の一例を示す。第２の比較例のバンドパスフィルタは、バンド
パスフィルタ１００から仕切り部１０７を除いた構成を有している。
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【０２１５】
　図２５は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００の挿入損失の周波数特性の一
例を示している。図２６は、第２の比較例のバンドパスフィルタの挿入損失の周波数特性
の一例を示している。図２５および図２６に示した特性は、シミュレーションによって求
めたものである。図２５および図２６において、横軸は周波数を示し、縦軸は挿入損失を
示している。図２５および図２６に示した例では、バンドパスフィルタ１００および第２
の比較例のバンドパスフィルタの通過帯域は、約２６～３０ＧＨｚであり、通過帯域の中
心周波数は、約２８ＧＨｚである。
【０２１６】
　シミュレーションにおけるバンドパスフィルタ１００では、仕切り部１０７の存在を前
提として、図２５に示したように第１の通過帯域近傍領域と第２の通過帯域近傍領域の両
方において挿入損失が急峻に変化する特性が得られるように、２つの飛び越し結合の大き
さが調整されている。第１の通過帯域近傍領域は、約２３～２６ＧＨｚの周波数領域であ
る。第２の通過帯域近傍領域は、約３０～３３ＧＨｚの周波数領域である。なお、図２５
に示した特性では、第２の通過帯域近傍領域において減衰極は明確には現れていない。こ
れは、共振器１５２，１５５間の磁気結合によって第２の通過帯域近傍領域に生じる減衰
極における挿入損失が、共振器１５１，１５６間の容量結合によって、幾分小さくなった
ためである。しかし、図２５に示した特性では、第２の通過帯域近傍領域において、減衰
極は明確には現れていないものの挿入損失が急峻に変化している。
【０２１７】
　図２６に示した第２の比較例のバンドパスフィルタの特性では、第１の通過帯域近傍領
域と第２の通過帯域近傍領域の両方において、バンドパスフィルタ１００に比べて、挿入
損失が小さくなっている。これは、第２の比較例のバンドパスフィルタでは、仕切り部１
０７を除いたことにより、共振器１５２，１５５間の磁気結合の大きさが、バンドパスフ
ィルタ１００において調整された大きさからずれたためである。
【０２１８】
　また、図２６に示した比較例のバンドパスフィルタの特性では、５０ＧＨｚに近い周波
数領域において挿入損失が極端に小さくなるピークが存在している。これは、最低次導波
管モードによる不要な共振が生じているためと考えられる。図２５に示したバンドパスフ
ィルタ１００の特性では、５０ＧＨｚに近い周波数領域に存在するピークが、図２６に示
した特性に比べて、より高い周波数側に移動し、且つこのピークにおける挿入損失が大き
くなっている。そのため、図２５に示した特性では、図２６に示した特性に比べて、通過
帯域よりも高い周波数領域における減衰特性は良好である。
【０２１９】
　図２５から、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ１００によれば、第１の通過帯域
近傍領域と第２の通過帯域近傍領域の両方において挿入損失が急峻に変化し、且つ最低次
導波管モードに起因した減衰特性の悪化が抑制された良好な特性を実現できることが分か
る。
【０２２０】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０２２１】
［第３の実施の形態］
　次に、図２７および図２８を参照して、本発明の第３の実施の形態について説明する。
図２７は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図である。図２８は
、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図である。
【０２２２】
　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ２００は、本体２と、第１の入出力ポート３お
よび第２の入出力ポート４と、３つ以上の共振器と、シールド６と、仕切り部２０７とを
備えている。本体２は、積層体２０を含んでいる。
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【０２２３】
　３つ以上の共振器は、回路構成上、第１の入出力ポート３と第２の入出力ポート４の間
に設けられている。本実施の形態では、３つ以上の共振器は、３つの共振器２５１，２５
２，２５３である。３つの共振器２５１，２５２，２５３は、回路構成上、第１の入出力
ポート３側からこの順に配置されている。３つの共振器２５１～２５３は、回路構成上隣
接する２つの共振器が電磁結合するように構成されている。すなわち、共振器２５１～２
５３は、共振器２５１，２５２が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器２５２，２５３
が回路構成上隣接して電磁結合するように構成されている。また、本実施の形態では特に
、回路構成上隣接する２つの共振器の間の電磁結合は、容量結合である。また、本実施の
形態では特に、共振器２５１～２５３の各々は、両端開放型共振器であり且つ１／２波長
共振器である。
【０２２４】
　シールド６の第１の部分６１、第２の部分６２および接続部６３は、３つの共振器２５
１～２５３を囲むように配置されている。第１の部分６１は、積層体２０の主要部２１の
第１の端面２１ａに配置された第１の導体層６１０によって構成されている。第２の部分
６２は、積層体２０の主要部２１の第２の端面２１ｂに配置された第２の導体層６２０に
よって構成されている。
【０２２５】
　バンドパスフィルタ２００は、共振器２５１，２５２間の容量結合を実現するキャパシ
タＣ２１２と、共振器２５２，２５３間の容量結合を実現するキャパシタＣ２２３とを備
えている。
【０２２６】
　本実施の形態では、３つの共振器２５１～２５３のうち回路構成上第１の入出力ポート
３に最も近い共振器２５１と、３つの共振器２５１～２５３のうち回路構成上第２の入出
力ポート４に最も近い共振器２５３は、回路構成上隣接していないが磁気結合している。
共振器２５１は、本発明における第１の共振器に対応する。共振器２５３は、本発明にお
ける第２の共振器に対応する。
【０２２７】
　バンドパスフィルタ２００は、更に、第１の入出力ポート３と共振器２５１との間に設
けられたキャパシタＣ２０１と、第２の入出力ポート４と共振器２５３との間に設けられ
たキャパシタＣ２０２とを備えている。
【０２２８】
　バンドパスフィルタ２００は、更に、第１の実施の形態と同様に、２つの線路９１，９
２を備えている。
【０２２９】
　共振器２５１は、導体よりなる共振器導体部２５１０を有している。共振器２５２は、
導体よりなる共振器導体部２５２０を有している。共振器２５３は、導体よりなる共振器
導体部２５３０を有している。共振器導体部２５１０は、本発明における第１の共振器導
体部に対応する。共振器導体部２５３０は、本発明における第２の共振器導体部に対応す
る。
【０２３０】
　共振器導体部２５１０，２５２０，２５３０は、第１の方向すなわちＺ方向に関して、
積層体２０内の同じ位置に配置されている。また、共振器導体部２５１０，２５２０，２
５３０の各々は、第１の方向すなわちＺ方向と交差する方向に延びている。本実施の形態
では特に、共振器導体部２５１０，２５２０，２５３０の各々は、第１の方向すなわちＺ
方向に直交する方向に延びている。
【０２３１】
　共振器導体部２５１０，２５２０，２５３０の各々は、互いに反対側に位置する第１端
と第２端を有している。前述のように、共振器２５１～２５３の各々は、両端開放型共振
器である。そのため、共振器導体部２５１０，２５２０，２５３０の各々の第１端と第２
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端は、いずれも開放されている。共振器導体部２５１０，２５２０，２５３０の各々は、
バンドパスフィルタ２００の通過帯域の中心周波数に対応する波長の１／２またはそれに
近い長さを有している。
【０２３２】
　仕切り部２０７は、その少なくとも一部が共振器導体部２５１０と共振器導体部２５３
０の間を通過するように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。本実
施の形態では特に、仕切り部２０７は、第１の方向すなわちＺ方向に延びている。また、
仕切り部２０７は、第１の部分６１と第２の部分６２を最短経路で接続している。すなわ
ち、仕切り部２０７のＺ方向の長さは、第１の部分６１と第２の部分６２の間の距離と等
しい。
【０２３３】
　また、仕切り部２０７は、主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通している。
本実施の形態では、仕切り部２０７は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体
層を貫通する複数のスルーホール列２０７Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列２０７
Ｔは、本発明における第１のスルーホール列に対応する。図２７では、個々のスルーホー
ル列２０７Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列２０７Ｔの各々は、直列に接続
された２つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列２０７Ｔの各々は、
Ｚ方向に延びている。
【０２３４】
　本実施の形態では、共振器導体部２５１０と共振器導体部２５３０は、Ｙ方向に延び、
所定の間隔を開けてＸ方向に隣接している。複数のスルーホール列２０７Ｔは、Ｙ方向に
並ぶように配列されて、共振器導体部２５１０と共振器導体部２５３０の間を通過するよ
うに配置されている。本実施の形態では、スルーホール列２０７Ｔの数は６である。
【０２３５】
　シールド６の接続部６３は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通
する複数のスルーホール列２６３Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列２６３Ｔは、本
発明における第２のスルーホール列に対応する。図２７では、個々のスルーホール列２６
３Ｔを円柱で表している。図２７において、６つのスルーホール列２０７Ｔ以外の複数の
円柱で表わされた複数のスルーホール列は、全てスルーホール列２６３Ｔである。複数の
スルーホール列２６３Ｔの各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを含んでい
る。複数のスルーホール列２６３Ｔの各々は、Ｚ方向に延びている。
【０２３６】
　バンドパスフィルタ２００は、更に、積層体２０内に設けられた導体層２１１，２１２
，２２１，２２２を備えている。
【０２３７】
　導体層２１１は、互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。導体層２１１
における第１端の近傍部分は、積層体２０内に設けられた複数のスルーホールを介して第
１の入出力ポート３に接続されている。導体層２１１における第２端の近傍部分は、１つ
以上の誘電体層を介して、共振器導体部２５１０における第１端の近傍部分に対向してい
る。これにより、キャパシタＣ２０１が構成されている。線路９１は、導体層２１１と第
１の入出力ポート３を接続する複数のスルーホールのうちの１つ以上のスルーホールを介
して、第１の入出力ポート３に接続されている。
【０２３８】
　導体層２１２は、互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。導体層２１２
における第１端の近傍部分は、積層体２０内に設けられた複数のスルーホールを介して第
２の入出力ポート４に接続されている。導体層２１２における第２端の近傍部分は、１つ
以上の誘電体層を介して、共振器導体部２５３０における第１端の近傍部分に対向してい
る。これにより、キャパシタＣ２０２が構成されている。線路９２は、導体層２１２と第
２の入出力ポート４を接続する複数のスルーホールのうちの１つ以上のスルーホールを介
して、第２の入出力ポート４に接続されている。
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【０２３９】
　導体層２２１は、１つ以上の誘電体層を介して、共振器導体部２５１０における第２端
の近傍部分と共振器導体部２５２０における第１端の近傍部分とに対向している。これに
より、キャパシタＣ２１２が構成されている。
【０２４０】
　導体層２２２は、１つ以上の誘電体層を介して、共振器導体部２５２０における第２端
の近傍部分と共振器導体部２５３０における第２端の近傍部分とに対向している。これに
より、キャパシタＣ２２３が構成されている。
【０２４１】
　本実施の形態では、仕切り部２０７によって、シールド６で囲まれた空間が、共振器導
体部２５１０が存在する空間と、共振器導体部２５３０が存在する空間とに仕切られる。
これにより、本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、最低次導波管モードに
よって通過帯域よりも高い周波数領域における減衰特性が悪化することを防止することが
できる。
【０２４２】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない１段目の共振器２５１と３段目の
共振器２５３が磁気結合している。共振器２５１，２５３間の磁気結合は、挿入損失の周
波数特性において、通過帯域よりも低く通過帯域に近い周波数領域である第１の通過帯域
近傍領域に、減衰極を生じさせることができる。
【０２４３】
　これらのことから、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ２００によれば、第１の通
過帯域近傍領域において挿入損失が急峻に変化し、且つ最低次導波管モードに起因した減
衰特性の悪化が抑制された良好な特性を実現することができる。
【０２４４】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０２４５】
［第４の実施の形態］
　次に、図２９および図３０を参照して、本発明の第４の実施の形態について説明する。
図２９は、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの構造を示す斜視図である。図３０は
、本実施の形態に係るバンドパスフィルタの回路構成を示す回路図である。
【０２４６】
　本実施の形態に係るバンドパスフィルタ３００は、本体２と、第１の入出力ポート３お
よび第２の入出力ポート４と、３つ以上の共振器と、シールド６と、仕切り部３０７とを
備えている。本体２は、積層体２０を含んでいる。
【０２４７】
　３つ以上の共振器は、回路構成上、第１の入出力ポート３と第２の入出力ポート４の間
に設けられている。本実施の形態では、３つ以上の共振器は、４つの共振器３５１，３５
２，３５３，３５４である。４つの共振器３５１，３５２，３５３，３５４は、回路構成
上、第１の入出力ポート３側からこの順に配置されている。４つの共振器３５１～３５４
は、回路構成上隣接する２つの共振器が電磁結合するように構成されている。すなわち、
共振器３５１～３５４は、共振器３５１，３５２が回路構成上隣接して電磁結合し、共振
器３５２，３５３が回路構成上隣接して電磁結合し、共振器３５３，３５４が回路構成上
隣接して電磁結合するように構成されている。また、本実施の形態では特に、回路構成上
隣接する２つの共振器の間の電磁結合は、容量結合である。また、本実施の形態では特に
、共振器３５１～３５４の各々は、両端開放型共振器であり且つ１／２波長共振器である
。
【０２４８】
　シールド６の第１の部分６１、第２の部分６２および接続部６３は、４つの共振器３５
１～３５４を囲むように配置されている。第１の部分６１は、積層体２０の主要部２１の
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第１の端面２１ａに配置された第１の導体層６１０によって構成されている。第２の部分
６２は、積層体２０の主要部２１の第２の端面２１ｂに配置された第２の導体層６２０に
よって構成されている。
【０２４９】
　バンドパスフィルタ３００は、共振器３５１，３５２間の容量結合を実現するキャパシ
タＣ３１２と、共振器３５２，３５３間の容量結合を実現するキャパシタＣ３２３と、共
振器３５３，３５４間の容量結合を実現するキャパシタＣ３３４とを備えている。
【０２５０】
　本実施の形態では、４つの共振器３５１～３５４のうち回路構成上第１の入出力ポート
３に最も近い共振器３５１と、４つの共振器３５１～３５４のうち回路構成上第２の入出
力ポート４に最も近い共振器３５４は、回路構成上隣接していないが磁気結合している。
共振器３５１は、本発明における第１の共振器に対応する。共振器３５４は、本発明にお
ける第２の共振器に対応する。
【０２５１】
　バンドパスフィルタ３００は、更に、第１の入出力ポート３と共振器３５１との間に設
けられたキャパシタＣ３０１と、第２の入出力ポート４と共振器３５４との間に設けられ
たキャパシタＣ３０２とを備えている。
【０２５２】
　バンドパスフィルタ３００は、更に、第１の実施の形態と同様に、２つの線路９１，９
２を備えている。
【０２５３】
　共振器３５１は、導体よりなる共振器導体部３５１０を有している。共振器３５２は、
導体よりなる共振器導体部３５２０を有している。共振器３５３は、導体よりなる共振器
導体部３５３０を有している。共振器３５４は、導体よりなる共振器導体部３５４０を有
している。共振器導体部３５１０は、本発明における第１の共振器導体部に対応する。共
振器導体部３５４０は、本発明における第２の共振器導体部に対応する。
【０２５４】
　共振器導体部３５１０，３５２０，３５３０，３５４０は、第１の方向すなわちＺ方向
に関して、積層体２０内の同じ位置に配置されている。また、共振器導体部３５１０，３
５２０，３５３０，３５４０の各々は、第１の方向すなわちＺ方向と交差する方向に延び
ている。本実施の形態では特に、共振器導体部３５１０，３５２０，３５３０，３５４０
の各々は、第１の方向すなわちＺ方向に直交する方向に延びている。
【０２５５】
　共振器導体部３５１０，３５２０，３５３０，３５４０の各々は、互いに反対側に位置
する第１端と第２端を有している。前述のように、共振器３５１～３５４の各々は、両端
開放型共振器である。そのため、共振器導体部３５１０，３５２０，３５３０，３５４０
の各々の第１端と第２端は、いずれも開放されている。共振器導体部３５１０，３５２０
，３５３０，３５４０の各々は、バンドパスフィルタ３００の通過帯域の中心周波数に対
応する波長の１／２またはそれに近い長さを有している。
【０２５６】
　仕切り部３０７は、その少なくとも一部が共振器導体部３５１０と共振器導体部３５４
０の間を通過するように延びて、第１の部分６１と第２の部分６２とに接している。本実
施の形態では特に、仕切り部３０７は、第１の方向すなわちＺ方向に延びている。また、
仕切り部３０７は、第１の部分６１と第２の部分６２を最短経路で接続している。すなわ
ち、仕切り部３０７のＺ方向の長さは、第１の部分６１と第２の部分６２の間の距離と等
しい。
【０２５７】
　また、仕切り部３０７は、主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通している。
本実施の形態では、仕切り部３０７は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体
層を貫通する複数のスルーホール列３０７Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列３０７
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Ｔは、本発明における第１のスルーホール列に対応する。図２９では、個々のスルーホー
ル列３０７Ｔを円柱で表している。複数のスルーホール列３０７Ｔの各々は、直列に接続
された２つ以上のスルーホールを含んでいる。複数のスルーホール列３０７Ｔの各々は、
Ｚ方向に延びている。
【０２５８】
　本実施の形態では、共振器導体部３５１０と共振器導体部３５４０は、Ｙ方向に延び、
所定の間隔を開けてＸ方向に隣接している。複数のスルーホール列３０７Ｔは、Ｙ方向に
並ぶように配列されて、共振器導体部３５１０と共振器導体部３５４０の間を通過するよ
うに配置されている。本実施の形態では、スルーホール列３０７Ｔの数は６である。
【０２５９】
　シールド６の接続部６３は、それぞれ主要部２１を構成する２つ以上の誘電体層を貫通
する複数のスルーホール列３６３Ｔを含んでいる。複数のスルーホール列３６３Ｔは、本
発明における第２のスルーホール列に対応する。図２９では、個々のスルーホール列３６
３Ｔを円柱で表している。図２９において、６つのスルーホール列３０７Ｔ以外の複数の
円柱で表わされた複数のスルーホール列は、全てスルーホール列３６３Ｔである。複数の
スルーホール列３６３Ｔの各々は、直列に接続された２つ以上のスルーホールを含んでい
る。複数のスルーホール列３６３Ｔの各々は、Ｚ方向に延びている。
【０２６０】
　バンドパスフィルタ３００は、更に、積層体２０内に設けられた導体層３１１，３１２
，３２１，３２２，３２３を備えている。
【０２６１】
　導体層３１１は、互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。導体層３１１
における第１端の近傍部分は、積層体２０内に設けられた複数のスルーホールを介して第
１の入出力ポート３に接続されている。導体層３１１における第２端の近傍部分は、１つ
以上の誘電体層を介して、共振器導体部３５１０における第１端の近傍部分に対向してい
る。これにより、キャパシタＣ３０１が構成されている。線路９１は、導体層３１１と第
１の入出力ポート３を接続する複数のスルーホールのうちの１つ以上のスルーホールを介
して、第１の入出力ポート３に接続されている。
【０２６２】
　導体層３１２は、互いに反対側に位置する第１端と第２端を有している。導体層３１２
における第１端の近傍部分は、積層体２０内に設けられた複数のスルーホールを介して第
２の入出力ポート４に接続されている。導体層３１２における第２端の近傍部分は、１つ
以上の誘電体層を介して、共振器導体部３５４０における第１端の近傍部分に対向してい
る。これにより、キャパシタＣ３０２が構成されている。線路９２は、導体層３１２と第
２の入出力ポート４を接続する複数のスルーホールのうちの１つ以上のスルーホールを介
して、第２の入出力ポート４に接続されている。
【０２６３】
　導体層３２１は、１つ以上の誘電体層を介して、共振器導体部３５１０における第２端
の近傍部分と共振器導体部３５２０における第１端の近傍部分とに対向している。これに
より、キャパシタＣ３１２が構成されている。
【０２６４】
　導体層３２２は、１つ以上の誘電体層を介して、共振器導体部３５２０における第１端
の近傍部分と共振器導体部３５３０における第１端の近傍部分とに対向している。これに
より、キャパシタＣ３２３が構成されている。
【０２６５】
　導体層３２３は、１つ以上の誘電体層を介して、共振器導体部３５３０における第１端
の近傍部分と共振器導体部３５４０における第２端の近傍部分とに対向している。これに
より、キャパシタＣ３３４が構成されている。
【０２６６】
　本実施の形態では、仕切り部３０７によって、シールド６で囲まれた空間が、共振器導
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体部３５１０が存在する空間と、共振器導体部３５４０が存在する空間とに仕切られる。
これにより、本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、最低次導波管モードに
よって通過帯域よりも高い周波数領域における減衰特性が悪化することを防止することが
できる。
【０２６７】
　また、本実施の形態では、回路構成上隣接していない１段目の共振器３５１と４段目の
共振器３５４が磁気結合している。共振器３５１，３５４間の磁気結合は、挿入損失の周
波数特性において、通過帯域よりも低く通過帯域に近い周波数領域である第１の通過帯域
近傍領域と、通過帯域よりも高く通過帯域に近い周波数領域である第２の通過帯域近傍領
域の両方に、減衰極を生じさせることができる。
【０２６８】
　これらのことから、本実施の形態に係るバンドパスフィルタ３００によれば、第１の通
過帯域近傍領域と第２の通過帯域近傍領域の両方において挿入損失が急峻に変化し、且つ
最低次導波管モードに起因した減衰特性の悪化が抑制された良好な特性を実現することが
できる。
【０２６９】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０２７０】
　なお、本発明は、上記各実施の形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、
共振器の数や構成は、各実施の形態に示したものに限らず、特許請求の範囲を満たすもの
であればよい。また、シールド６の接続部の少なくとも一部は、複数のスルーホール列の
代わりに、本体２の１つ以上の側面に形成した導体層によって構成してもよい。また、仕
切り部は、複数のスルーホール列の代わりに、板状の導体部によって構成してもよい。
【符号の説明】
【０２７１】
　１…バンドパスフィルタ、２…本体、３…第１の入出力ポート、４…第２の入出力ポー
ト、６…シールド、７…第１の仕切り部、７Ｔ…スルーホール列、２０…積層体、２１…
主要部、２２…被覆部、３１～４８…誘電体層、５１，５２，５３，５４，５５…共振器
、６１…第１の部分、６２…第２の部分、６３…接続部、６３Ｔ…スルーホール列。
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